
25CSM04
4 Mbit SPI シリアル EEPROM 

(128 ビットシリアル番号書き込み済み、拡張書き込み保護機能付き ) 

注意 : この日本語版文書は参考資料としてご利用ください。

最新情報は必ずオリジナルの英語版をご参照願います。
特長

• 4 Mbit SPI シリアル EERAM
- メモリ構成 : 524,288 バイト x 8 ビット

- ページサイズ : 256 バイト

- バイト読み出しとシーケンシャル読み出し

- バイト書き込みとページ書き込み

- 自己タイマ書き込みサイクル ( 最長 5 ms)
• セキュリティ レジスタ

- 128 ビットのシリアル番号が書き込み済み

- 256 バイトのユーザ書き込み / ロック可能 ID
ページ

• 誤り訂正コード (ECC) ロジックを内蔵

- ステータス レジスタ内の ECC ステータス
ビット

• JEDEC® 準拠 SPI の製造者 ID の読み出しをサポート

• 高速クロック

- 8 MHz (@ VCC ≧ 3.0 V)
- 5 MHz (@ VCC ≧ 2.5 V)

• レガシー書き込み保護モード

- ブロック保護機能 ( メモリアレイの 1/2、
1/4、1/1 領域を保護 )

• 拡張書き込み保護モード

- ユーザ定義可能なメモリ パーティション

- 各パーティションを個別に設定し、それぞれ
に固有の保護属性を持たせる事が可能

• 低消費電力 CMOS 技術

- 電圧レンジ :  2.5 ～ 5.5 V
- 書き込み時消費電流 : 3.0 mA @ 5.0 V
- 読み出し時消費電流 : 3.0 mA @ 5.0 V、8 MHz
- スタンバイ時消費電流 :  1.0 µA @ 2.5 V ( 産

業用温度レンジ )
• 高信頼性

- 消去 / 書き込み耐性 : 100 万サイクル以上

- 内蔵 ECC ロジックによる高信頼性

- データ保持寿命 : 100 年以上

- ESD 保護 : 4000 V 以上

• 温度レンジ

- 産業用温度レンジ (I):  -40 ～ +85 ℃ 

パッケージ

• 8 ピン SOIC、8 パッド TDFN-S、8 ボール CSP

パッケージタイプ ( 縮尺不定 )

ピン割り当て表

名称 機能

CS チップセレクト入力

SO シリアルデータ出力

WP 書き込み保護

VSS グランド

SI シリアルデータ入力

SCK シリアルクロック入力

HOLD ホールド入力

VCC 電源電圧
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25CSM04

概要

Microchip 社の 25CSM04 は、SPI (Serial Peripheral
Interface) 互換バスを使って 4 Mbit シリアル EEPROM
を提供します。本デバイスは 512 K バイト (524,288 バ
イト x8 ビット ) として構成され、信頼性の高い不揮発
性メモリを必要とするコンシューマおよび産業用アプ
リケーション向けに最適化されています。25CSM04
は、幅広い電圧レンジ (2.5 ～ 5.5 V) で動作可能です。

必要なバス信号ラインはクロック入力 (SCK)、データ
入力 (SI)、データ出力 (SO) です。本デバイスへのアク
セスは、チップセレクト (CS) 入力を使って制御しま
す。本デバイスとの通信は、HOLD ピンを使って一時
停止できます。一時停止中は CS を除く入力での信号
遷移が無視され、ホストはこの間に優先度の高い割り
込みを処理できます。

25CSM04 は、4 Mbit の主メモリアレイとは別に不揮
発性セキュリティ レジスタを備えています。セキュ
リティ レジスタの前半部は読み出し専用であり、最
初の 16 バイトにグローバルに一意の 128 ビットシリ
アル番号が工場で書き込み済みです。この 128 ビッ
トシリアル番号は CS シリーズ EEPROM の全製品を
通して一意であり、お客様の生産ラインで製品ごとに
シリアル番号を書き込む手間を省きます。読み出し専
用の 128 ビット シリアル番号の後に、ユーザ書き込み
可能な追加の256バイトEEPROM領域が存在します。 

この領域は、ソフトウェア シーケンスによって永続的
に書き込みから保護できます。

25CSM04 は設定可能な書き込み保護スキームを備え
ており、ユーザはレガシー書き込み保護モードと拡張
書き込み保護モードのどちらかを選択できます。レガ
シー書き込み保護モードでは、ステータス レジスタの
設定に基づいてブロック保護機能が有効になります。
拡張書き込み保護モードでは、メモリを複数の独立し
たパーティションに分割できます。各パーティション
は、対応するメモリ パーティション レジスタの設定
に基づいて個別に書き込みから保護できます。

信頼性を高めるため、25CSM04 は誤り訂正コード
(ECC) スキームを内蔵しています。このスキームによ
り、読み出した 4 バイトの中から最大 1 ビットの誤り
を訂正できます。加えて、直近のメモリアレイ読み出
しシーケンス中に誤りが検出 / 訂正されたかどうかを
示すため、25CSM04 はステータス レジスタ内に 1 つ
のフラグを備えています。

25CSM04 は ID レジスタを備えており、このレジスタ
からデバイスの ID 情報を読み出す事ができます。シス
テムに実装された 25CSM04 の ID 情報をアプリケー
ションから読み出す事で、デバイスを識別する事がで
きます。デバイスの識別方法と命令オペコードは、

「SPI 互換シリアル インターフェイス メモリデバイス
向けの製造者 ID およびデバイス ID 読み出し方法」に
関する JEDEC® 規格に準拠しています。本デバイスか
ら読み出し可能な情報には、JEDEC の定義に従う「製
造者 ID」、「ベンダー固有デバイス ID」、「ベンダー固有
拡張デバイス情報 (EDI)」が含まれます。

25CSM04 のバス接続

Client 0 Client 1 Client 2 Client 3
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25CSM04
1.0 電気的特性

絶対最大定格 (†)

VCC..........................................................................................................................................................................6.25 V

全入出力電圧 (VSS 基準 ) .................................................................................................................. 0.6 V ～ VCC +1.0 V
保管温度 ................................................................................................................................................... -65 ～ +155  ℃
通電中の周囲温度 .....................................................................................................................................-40 ～ +125  ℃
全ピンの ESD 保護 ....................................................................................................................................................4 kV

† 注意 : ここに記載した「絶対最大定格」を超える条件は、デバイスに恒久的な損傷を生じさせる可能性がありま
す。これはストレス定格です。本書の動作条件に示す条件外でのデバイス運用は想定していません。最大定格条件
に長期間曝露させるとデバイスの信頼性に影響を及ぼす可能性があります。

表 1-1:   DC特 性

DC 特性 産業用温度レンジ (I):  TA = -40 ～ +85 ℃、VCC = +2.5 ～ 5.5 V

パラ
メータ

No.
記号 特性 Min. Max. 単位 試験条件

D001 VIH High レベル入力電圧 VCC X 0.7 VCC + 1 V
D002 VIL Low レベル入力電圧 -0.3 VCC X 0.3 V VCC ≧ 2.5 V

D003 VOL Low レベル出力電圧 – 0.4 V IOL = 3.0 mA、
3.6 V ≦ VCC ≦ 5.5 V

D004 VOL Low レベル出力電圧 – 0.2 V IOL = 0.15 mA、
2.5V ≦ VCC ≦ 3.6 V

D005 VOH HIGH レベル出力電圧 VCC - 0.5 – V IOH = -100 µA
D006 ILI 入力リーク電流 – ±1.0 µA CS = VCC、VIN = VSS または VCC

D007 ILO 出力リーク電流 – ±1.0 µA CS = VCC、
VOUT = VSS または VCC

D008 CINT
内部静電容量
( 全ての入出力 ) – 7.0 pF TA = +25 ℃、FCLK = 1.0 MHz、

VCC = 5.0 V (Note 1)

D009 ICCREAD 消費電流

– 3.0 mA VCC = 5.0 V、SCK = 8 MHz、
SO = Open

– 2.0 mA VCC ≦ 3.0 V、SCK = 5 MHz、
SO = Open

D010 ICCWRITE 消費電流 – 3.0 mA VCC = 5.0 V

D011 ICCS スタンバイ電流

– 2.0 µA VCC = 5.0 V、CS = VCC、 
VIN = VCC または VSS

– 1.0 µA VCC = 2.5 V、CS = VCC、 
VIN = VCC または VSS

Note 1: このパラメータは検査していません ( 特性評価に基づきます )。
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25CSM04
表 1-2:   AC特 性

AC 特性 産業用温度レンジ (I):  TA = -40 ～ +85 ℃、VCC = 2.5 ～ 5.5 V

パラ
メータ

No.
記号 特性 Min. Max. 単位 試験条件

1 FCLK クロック周波数
– 8 MHz VCC ≥ 3.0 V
– 5 MHz VCC ≥ 2.5 V

2 TCSS CS セットアップ時間
30 – ns VCC ≥ 3.0 V
60 – ns VCC ≥ 2.5 V

3 TCSH CS ホールド時間
30 – ns VCC ≥ 3.0 V
60 – ns VCC ≥ 2.5 V

4 TCSD CS ディセーブル時間
30 – ns VCC ≥ 3.0 V
60 – ns VCC ≥ 2.5 V

5 TSU データ セットアップ時間
10 – ns VCC ≥ 3.0 V
20 – ns VCC ≥ 2.5 V

6 THD データホールド時間
10 – ns VCC ≥ 3.0 V
20 – ns VCC ≥ 2.5 V

7 TR CLK 立ち上がり時間 – 50 ns Note 1
8 TF CLK 立ち下がり時間 – 50 ns Note 1

9 THI クロック High 時間
40 – ns VCC ≥ 3.0 V
80 – ns VCC ≥ 2.5 V

10 TLO クロック Low 時間
40 – ns VCC ≥ 3.0 V
80 – ns VCC ≥ 2.5 V

11 TCLD クロック遅延時間 50 – ns
12 TCLE クロック イネーブル時間 50 – ns

13 TV クロック Low から

出力有効までの時間

– 40 ns VCC ≥ 3.0 V
– 80 ns VCC ≥ 2.5 V

14 THO 出力ホールド時間 0 – ns Note 1

15 TDIS 出力ディセーブル時間
– 40 ns VCC ≥ 3.0 V
– 80 ns VCC ≥ 2.5 V

16 THS HOLD セットアップ時間
10 – ns VCC ≥ 3.0 V
20 – ns VCC ≥ 2.5 V

17 THH HOLD ホールド時間
10 – ns VCC ≥ 3.0 V
20 – ns VCC ≥ 2.5 V

18 THZ
HOLD Low から

出力 High Z までの時間

– 40 ns VCC ≥ 3.0 V (Note 1)
– 80 ns VCC ≥ 2.5 V (Note 1)

19 THV
HOLD High から

出力有効までの時間

– 40 ns VCC ≥ 3.0 V
– 80 ns VCC ≥ 2.5 V

20 TWC 内部書き込みサイクル時間 – 5 ms Note 2
Note 1: このパラメータは検査していません ( 特性評価に基づきます )。

2: TWC は、有効な書き込みシーケンスの後の CS 立ち上がりエッジから内部書き込みサイクルが完了する
までの時間です。
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25CSM04

図 1-1:   入力試験波形と計測レベル 図 1-2:   出力試験負荷

図 1-3:   シリアル入力タイミング

図 1-4:   シリアル出力タイミング
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25CSM04

図 1-5:   HOLD信 号タイミング

表 1-3:   EEPROMセ ルの性能特性値

動作 試験条件 Min. Max. 単位

書き込み耐性 (1,2) TA = +25 ℃、2.5 V ≦ VCC ≦ 5.5 V 1,000,000 – 書き込みサイクル数

データ保持期間 (1) TA = +55 ℃ 100 – 年

Note 1: 書き込み耐性は、特性計測と検査プロセスにより決定しています。

2: メモリアレイのアーキテクチャ上の理由により、書き込み耐性の値は4データバイトずつの書き込みシー
ケンスに対する値です。4 バイト領域の開始アドレスは 4 の倍数 (4 x N、N は整数 ) です。4 バイト領域
の終了アドレスは開始アドレス + 3 (4 x N + 3) です。詳細は 8.2「誤り訂正コード (ECC) の構造」を参
照してください。
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25CSM04

1.1 電源投入要件と既定値条件

電源投入シーケンス中に 25CSM04 に供給される VCC
電圧は、VSS から最低 VCC レベル ( 表 1-1 参照 ) まで
0.1 V/μs 以下のスルーレートで単調に増加する必要が
あります。

1.1.1 デバイス パワーオン リセット

電源投入シーケンス中に誤ったイベントが発生する事
を防ぐため、25CSM04 はパワーオン リセット (POR)
回路を備えています。電源投入中は、VCC レベルが内
部電圧しきい値 (VPOR) を超えるまで本デバイスは命
令に応答しません。VCC が VPOR を超えると、本でデ
バイスはリセット状態からスタンバイモードへ移行し
ます。

Microchip社は、電源投入時にVCCの立ち上がりに従っ
てCSも立ち上がるよう、 CSをプルアップ抵抗でVCC
に吊る事を推奨します。 VCC が最低 VCC レベルを超え
る電圧で安定するまで本デバイスへ命令が送信されず
CSがHighに保持されるようにシステムを設計する必
要があります。VCC が最低レベルを超えた後、SPI ホ
ストは CS ピンをアサートする前に TVCSL 以上待機す
る必要があります。電源投入に関連するこれらのパラ
メータを表 1-4 に示します。 
25CSM04 に供給される VCC レベルが VPOR レベル
(Max.) を下回った場合、完全な電源再投入シーケンス
を実行する事を推奨します。これを行うには、最初に
VCC ピンを VSS へ駆動し、TPOFF (Min.) 以上待機した
後に前述の要件を満たす完全な電源投入シーケンスを
実行する必要があります。

1.1.2 ソフトウェア リセット

25CSM04はソフトウェア デバイスリセット(SRST)命
令を備えています。この命令を使う事で、電源を遮断
/ 再投入する事なく本デバイスを電源投入時の既定値
動作 (1.2「デバイスの既定値状態」) へリセットでき
ます。これを実行するには、最初に CS ピンを Low へ
駆動して本デバイスを選択した後に、SI ピンでオペ
コード「7Ch」を入力します。

その後にCSピンをHighに駆動するとリセット動作が
開始されます。リセットは、TCSD (Min.) 時間以内に内
部で完了します。 

図 1-6:   ソフトウェア デバイスリセット (SRST)命 令 

表 1-4:   電源投入条件

記号 パラメータ Min. Max. 単位

TVCSL VCC が最低レベルに達してから CS Low までの最小

時間
100 – µs

VPOR パワーオン リセットしきい値電圧 – 1.5 V

TPOFF
電源遮断から次の電源投入サイクルを開始するまで
に VCC = 0 V を維持する必要がある最小時間

1 – ms

Note: SRST 命令によってビジー状態中のデバ
イスに割り込む事はできません (6.1.4「レ
ディー/ ビジー ステータスラッチ」参照 )。
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25CSM04

1.2 デバイスの既定値状態 

1.2.1 電源投入時の既定値状態

25CSM04 の電源投入時の既定値状態は以下の通りで
す。

• スタンバイモード (CS = High)
• アクティブ状態への移行には CS の High → Low

遷移が必要

• ステータス レジスタ内の書き込みイネーブル 
ラッチ (WEL) ビット = 0

• ステータス レジスタ内の誤り訂正状態ラッチ
(ECS) ビット = 0

• ステータス レジスタ内のパーティション レジス
タ書き込みイネーブル ラッチ (PREL) ビット 
= 0

• ステータス レジスタ内のレディー / ビジー
(RDY/BUSY) ビット = 0 ( デバイスは新しい命令
を受け付け可能 )

1.2.2 工場書き込み既定値

25CSM04 は、EEPROM アレイが全てデータパターン
「FFh」( 全ビットが論理「1」) に設定された状態でお
客様へ出荷されます。 

セキュリティ レジスタの下位 16バイトには、128ビッ
トのシリアル番号が工場で書き込み済みです。ユーザ
書き込み可能セクション ( ロック可能 ID ページ ) は未
ロックであり、全てのビットは論理「1」に設定され
ています (256 バイトの FFh データが書き込まれた状
態 )。各種デバイスレジスタ内の不揮発性ビットは以
下の通りに設定されています。

• ステータス レジスタ内の書き込み保護イネーブ
ル (WPEN) ビット = 0 ( ステータス レジスタへの
書き込みを許可する )( 表 1-5 参照 )

• ステータス レジスタ内のブロック書き込み保護
(BP[1:0]) ビット =  00 ( レガシー書き込み保護
モード中に書き込み保護しない )( 表 1-5 参照 )

• ステータス レジスタ内の書き込み保護モード
(WPM) ビット = 0 ( デバイスをレガシー書き込み
保護モードに設定する )( 表 1-6 参照 )

• ステータス レジスタ内のメモリ保護設定凍結
(FMPC) ビット = 0 ( 全てのメモリ パーティショ
ン レジスタ (MPR) と、ステータス レジスタ内の
書き込み保護モード (WPM) ビットをロックしな
いで変更可能にする )( 表 1-6 参照 )

• ステータス レジスタ内のパーティション アドレ
ス境界保護(PABP)ビット = 0 (各メモリ パーティ
ション レジスタ (MPR) 内のパーティション終端
アドレス値は変更可能 )( 表 1-6 参照 )

• メモリ パーティション レジスタ(MPR0～MPR7)
= 00h (4 Mbit のメモリ全体が書き込み可能 )
( 表 1-7 参照 )

表 1-5:   ステータス レジスタ – バイト 0の 工場既定値

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

WPEN 予約済み 予約済み 予約済み BP1 BP0 WEL(1) RDY/BUSY(1)

0 0 0 0 0 0 0 0
Note 1: これらのビットは揮発性であり、電源投入時に上記の値にリセットされます。

表 1-6:   ステータス レジスタ – バイト 1の 工場既定値

bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

WPM ECS(1) FMPC PREL(1) PABP 予約済み 予約済み RDY/BUSY(1)

0 0 0 0 0 0 0 0
Note 1: これらのビットは揮発性であり、電源投入時に上記の値にリセットされます。
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25CSM04
表 1-7:   メモリ パーティション レジスタの工場既定値

MPR No. Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

パーティション属性
パーティション終端アドレス

A18 A17 A16 A15 A14 A13
MPR0 0 0 0 0 0 0 0 0
MPR1 0 0 0 0 0 0 0 0
MPR2 0 0 0 0 0 0 0 0
MPR3 0 0 0 0 0 0 0 0
MPR4 0 0 0 0 0 0 0 0
MPR5 0 0 0 0 0 0 0 0
MPR6 0 0 0 0 0 0 0 0
MPR7 0 0 0 0 0 0 0 0
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2.0 ピンの説明

表 2-1 にピン機能の一覧を示します。

2.1 チップセレクト (CS)

CS ピンのアサートにより、本デバイスを選択します。
CSピンがディアサートされている時、本デバイスは選
択されずにスタンバイモードになり、SO ピンはハイ
インピーダンス状態になります。選択されていない場
合、本デバイスはSIピン上のデータを受け付けません。 
シーケンスを開始するには CS ピンの High → Low 遷
移が必要であり、シーケンスを終了するには CS ピン
の Low → High 遷移が必要です。書き込みシーケンス
の場合、本デバイスは内部自己タイマ書き込みサイク
ルが完了するまでスタンバイモードに移行しません。

2.2 シリアルデータ出力 (SO)
SOピンは本デバイスからのデータ出力用に使います。
SO ピン上のデータは、常に SCK の立ち下がりエッジ
に同期して出力されます。本デバイスが選択されてい
ない場合 (CS ディアサート時 )、および、ホールド機
能が有効中である場合、SO ピンはハイ インピーダン
ス状態になります。 

2.3 書き込み保護ピン (WP)
レガシー書き込み保護モードが有効である場合、書き
込み保護 (WP) ピンを使ってステータス レジスタとメ
モリアレイの内容を保護できます ( ブロック保護ビッ
ト (BP[1:0]) により保護するメモリ領域を指定 )。
拡張書き込み保護モードが有効である場合、WP ピン
を使ってメモリ パーティション レジスタの設定に基
づく任意のメモリ領域を保護できます。

2.4 シリアルデータ入力 (SI)
25CSM04 はシリアルデータ入力 (SI) ピンを介して命
令、アドレス、データをシリアルクロック (SCK) ライ
ンの立ち上がりエッジに同期してラッチします。

2.5 シリアルクロック (SCK)
本デバイスはシリアルクロック (SCK)ピンから提供さ
れるクロック信号を使ってデータの入出力フローを同
期させます。SI ピンに入力される命令、アドレス、デー
タは常に SCK の立ち上がりエッジに同期してラッチ
され、SO ピンで出力されるデータは常に SCK の立ち
下がりエッジに同期して出力されます。

2.6 ホールド (HOLD)
本デバイスが CS によって選択されてシリアル通信
シーケンスが実行中である時に HOLD ピンを使う事
で、シリアル シーケンスをリセットする事なくホスト
デバイスとの通信を一時停止させる事ができます。 

表 2-1:   ピン割り当て表

名称 8 ピン SOIC 8 パッド TDFN-S(1) 8 ボール CSP 機能

CS 1 1 1 チップセレクト入力

SO 2 2 2 シリアルデータ出力

WP 3 3 3 書き込み保護

VSS 4 4 4 グランド

SI 5 5 5 シリアルデータ入力

SCK 6 6 6 シリアルクロック入力

HOLD 7 7 7 ホールド入力

VCC 8 8 8 デバイス電源

Note 1: TDFN-S パッケージの露出パッドは、VSS に接続するかフロート状態にできます。
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3.0 メモリ構成

3.1 EEPROM の構成

25CSM04 は内部で 2,048 ページ ( 各ページは 256 バ
イト ) として構成されます。

3.2 デバイスレジスタ

25CSM04 は、機能の設定とステータスの報告用に以
下の 4 種類のレジスタを備えています。
• ステータス レジスタ
• セキュリティ レジスタ
• メモリ パーティション レジスタ (8 個 )
• ID レジスタ

3.2.1 ステータス レジスタ

ステータス レジスタは揮発性ビットと不揮発性ビッ
トを含む 16 ビットで構成されます。このレジスタは、
本デバイスの各種ステータスを保存する他、書き込み
保護機能を変更するために使います。ステータス レジ
スタの詳細は 6.0「ステータス レジスタ」に記載して
います。

3.2.2 セキュリティ レジスタ

セキュリティ レジスタは読み出し専用セクションと、
ユーザによる書き込みとロックが可能なIDページセク
ションに分割されています。読み出し専用セクション
には、グローバルに一意の 128 ビットシリアル番号が
工場で書き込み済みです。

セキュリティ レジスタのユーザ書き込み可能 ( ロック
可能 ID ページ ) セクションは、重要なアプリケーショ
ン データを絶対に変更されないよう保護する必要が
あるアプリケーション向けに理想的です。セキュリ
ティ レジスタの詳細は 9.0「セキュリティ レジスタ」
を参照してください。

3.2.3 メモリ パーティション レジスタ

25CSM04 は 8 個のメモリ パーティション レジスタを
備えています。各レジスタは 8 ビットの不揮発性レジ
スタであり、対応するパーティションの終端アドレス
と保護属性を設定できます。パーティションの保護レ
ベルは以下の 4 通りに設定できます。

• 保護しない

• ソフトウェア書き込み保護

• WP ピンによるハードウェア書き込み保護

• ソフトウェア書き込み保護 ( メモリ パーティ
ション レジスタをロック )

メモリ パーティション レジスタ機能の詳細は10.0「メ
モリ パーティション機能」に記載しています。

3.2.4 IDレ ジスタ

ID レジスタは 40 ビットの不揮発性読み出し専用レジ
スタです。このレジスタは「SPI 互換シリアル イン
ターフェイス メモリデバイス向けの製造者 ID および
デバイス ID 読み出し方法」に関する JEDEC® 規格に
準拠したデバイス ID データを格納します。 ID レジス
タの内容と書式は 11.1「ID レジスタからの読み出し」
に記載しています。

図 3-1:   メモリ構成

Memory Address Range Protection Features

4-Mbit 
EEPROM

4-Kbit 
Security 
Register

4-Mbit Address Range:
000000h–07FFFFh

128-bit Serial Number 
Address Range (000000h–

00000Fh)

Legacy Write Protection
• Block Protection (BP bits in STATUS register)
• Hardware Write Protection

(WP pin via STATUS register)

Enhanced Write Protection
• User-Definable Memory Partitioning (WP Pin or 

Software Write Protection)

Read-Only

Permanently Lockable by 
Software

User-Programmable Lockable ID Page
Address Range (000100h–0001FFh)

Reserved for Future Use (FFh)
Address Range (000010h–

0000FFh)
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4.0 機能説明

4.1 デバイス動作

25CSM04 は、ホスト コントローラ (SPI ホスト ) が送
信する一連の命令により制御されます。SPI ホストは、
以下の 4 本の信号ラインを持つ SPI バスを介して
25CSM04 と通信します。

• チップセレクト (CS)
• シリアルクロック (SCK)
• シリアル入力 (SI)
• シリアル出力 (SO)

SPI プロトコルは 4 通りのモード ( モード 0、1、2、3)
を定義しており、 SPI バス上のデータフローを制御す
るために使われる SCK の極性と位相が各モードで異
なります。25CSM04 は最も一般的に用いられる 2 つ
のモード (SPI モード 0 および 3) をサポートします。
SPI モード 0 および 3 では、常にデータは SCK 立ち
上がりエッジでラッチされ、SCK 立ち下がりエッジで
出力されます。モード 0 とモード 3 では、SCK 信号の
非アクティブ状態(SPIホストがスタンバイモード中で
データを転送していない時)の極性だけが異なります。
CSが非アサート (High)時のSCKの状態は、モード0に
おいて Low、モード 3 において High として定義され
ます。通信シーケンスの前後で CS がディアサートさ
れている時に、SCK はモードの定義に一致するアイド
ル ( 非アクティブ ) 状態になる必要があります。 
図 4-1では、CSが非アクティブ時のSCKを実線 (モー
ド 0) と破線 ( モード 3) で示しています。

図 4-1:   SPIの モード 0と モード 3

4.2 SPI バス上の 25CSM04 との通信

25CSM04 との通信は、SPI ホストデバイスから開始する
必要があります。SPI ホストデバイスは、25CSM04 の
SCK ピンへ入力するシリアルクロックを生成する必
要があります。シリアルクロック (SCK) ピンは常に入
力として機能するため、25CSM04 は常にクライアン
トとして動作します。

4.2.1 本デバイスを選択する

25CSM04 は CS ピンが Low の時に選択されます。本
デバイスが選択されていない場合、SI ピンはデータを
受け付けず、SO ピンはハイ インピーダンス状態のま
まです。

4.2.2 本デバイスへデータを送信する

25CSM04 は、シリアルデータ入力 (SI) ピンを使って
データを受信します。全ての入力バイト ( 命令、アド
レス、データ ) は、MSb ( 最上位ビット ) から順番に
クロックに同期して本デバイスに入力されます。CS
がアサートされた後の SCK ラインの最初の立ち上が
りエッジで SI ピンのサンプリングが開始されます。

4.2.3 本デバイスからデータを受信する

本デバイスからのデータ出力は、シリアルデータ出力
(SO) ピン上で MSb から順番に送信されます。SO デー
タは、命令バイトとアドレスバイト ( アドレスが要求
される場合のみ ) が本デバイスに完全に入力された後
の最初の SCK クロックサイクルの立ち下がりエッジ
でラッチされます。

Mode 3

Mode 0

Mode 3

Mode 0

MSb LSb

CS

SCK

SO

SI

MSb LSb
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4.3 デバイス オペコード

4.3.1 シリアル オペコード

CS が Low に駆動されて本デバイスが選択された後に
本デバイスへ送信される最初のバイトは、これから実
行するシーケンスを指定するオペコードである事が必
要です。

25CSM04 は 8 ビットの命令レジスタを使います。命
令とオペコードの一覧を表 4-1 に示します。全ての命
令、アドレス、データの転送は CS の High → Low 遷
移によって MSb から開始されます。

表 4-1:   25CSM04の 命令セット

命令 命令の説明 オペコード
アドレス
バイト数

データ
バイト数

参照情報

ステータス レジスタ命令

RDSR ステータス レジスタを読み出す 05h 0000 0101 0 1 または 2 6.2

WRBP 書き込みレディー / ビジー (RDY/BSY) 状態を

ポーリングする
08h 0000 1000 0 1 6.1.4.1

WREN 書き込みイネーブルラッチ (WEL) をセットする 06h 0000 0110 0 0 5.1
WRDI 書き込みイネーブルラッチ (WEL)をリセットする 04h 0000 0100 0 0 5.2
WRSR ステータス レジスタに書き込む 01h 0000 0001 0 1 または 2 6.3

EEPROM およびセキュリティ レジスタ命令

READ EEPROM アレイから読み出す 03h 0000 0011 3 1+ 7.1
WRITE EEPROM アレイに書き込む (1 ～ 256 バイト ) 02h 0000 0010 3 1+ 8.0
RDEX セキュリティ レジスタから読み出す 83h 1000 0011 3 1+ 9.1
WREX セキュリティ レジスタに書き込む 82h 1000 0010 3 1+ 9.2
LOCK セキュリティ レジスタを永続的にロックする 82h 1000 0010 3 1 9.2.1
CHLK セキュリティ レジスタのロック状態を確認する 83h 1000 0011 3 1 9.2.2

メモリ パーティション レジスタ命令

RMPR メモリ パーティション レジスタの内容を読み出す 31h 0011 0001 3 1 10.3

PRWE メモリ パーティション レジスタへの書き込み

イネーブルラッチ (PREL) をセットする
07h 0000 0111 0 0 10.2.1

PRWD メモリ パーティション レジスタ書き込み

イネーブルラッチ (PREL) をリセットする
0Ah 0000 1010 0 0 10.2.2

WMPR メモリ パーティション レジスタに書き込む 32h 0011 0010 3 1 10.2.3
PPAB パーティションのアドレス境界を保護する 34h 0011 0100 3 1 10.1.3
FRZR メモリ保護設定を永続的にロックする 37h 0011 0111 3 1 4.5.4

ID レジスタ命令

SPID SPI 製造者 ID データを読み出す 9Fh 1001 1111 0 5 11.1

デバイスリセット命令

SRST ソフトウェア デバイスリセット 7Ch 0111 1100 0 0 1.1.2
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4.4 ホールド機能

HOLD ピンは、クロック シーケンスを停止またはリ
セットする事なく本デバイスとのシリアル通信を一時
停止するために使います。ホールドモードは内部書き
込みサイクルに対して影響を及ぼしません。従って、
内部書き込みサイクルの実行中にHOLDピンをアサー
トしてもそのシーケンスは一時停止せず、内部書き込
みサイクルは最後まで継続されます。

CS ピンがアサートされている時にのみホールドモー
ドへの移行が可能です。SCK の Low パルス中に HOLD
ピンをアサートする事により、ホールドモードを有効
にします。SCK の High パルス中に HOLD ピンをア
サートした場合、次の SCK Low パルスまでホールド
モードは有効になりません。HOLD ピンと CS ピンの
両方がアサートされている間は、ホールドモードが持
続します。

ホールドモード中にSOピンはハイ インピーダンス状
態になります。加えて、SI ピンと SCK ピンはどちら
も無視されます。しかし、WP ピンはホールドモード
中であってもアサート / ディアサートが可能です。

ホールドモードを終了してシリアル通信を再開するに
は、SCK の Low パルス中に HOLD ピンをディアサー
トする必要があります。SCKのHighパルス中にHOLD
ピンをディアサートした場合、次の SCK Low パルス
までホールドモードは終了しません。

HOLD ピンがアサートされたまま CS ピンがディア
サートされた場合、開始済みのシーケンスは中止され
ます。

図 4-2:   ホールドモード

4.5 書き込み保護

25CSM04 の書き込み保護スキームは、 基本的にス
テータス レジスタ (バイト0)内の書き込み保護モード
(WPM) ビット (bit 7) の状態によって制御されます。
WPM ビットの状態に応じて、本デバイスをレガシー
書き込み保護モードまたは拡張書き込み保護モードの
どちらかに設定できます。

書き込み保護モードは、FRZR 命令を実行する事によ
り永続的にロックできます。これは、レガシー書き込
み保護モードと拡張書き込み保護モードの両方で可能
です。詳細は 4.5.4「メモリ保護設定凍結 (FRZR)」を
参照してください。

4.5.1 レガシー書き込み保護モード

レガシー書き込み保護モードの場合、EEPROM アレ
イはステータス レジスタ内のブロック保護ビット
(BP[1:0]) の設定に従って書き込みから保護されます。
詳細は 6.1.2「ブロック書き込み保護ビット」を参照し
てください。

加えて、ステータス レジスタ内の書き込み保護イネー
ブル (WPEN) ビットを有効にする事により、ステータ
ス レジスタの内容を保護できます。 

WPEN機能を有効にすると、WPピンのアサート (Low)
中にステータス レジスタの内容が保護されます。
WPEN 機能の詳細は 6.1.1「書き込み保護イネーブル
ビット」に記載しています。

4.5.2 拡張書き込み保護モード

拡張書き込み保護モードの場合、EEPROM の保護は
メモリ パーティション レジスタ (MPR) の内容によっ
て決まります。各 MPR では、対応するパーティショ
ンの終端アドレスと、そのパーティションの保護属性
を設定できます。

メモリ パーティション レジスタに関する詳細は 10.0
「メモリ パーティション機能」に記載しています。

HOLD

CS

Hold

SCK

Hold Hold

Note: 拡張書き込み保護モードが無効である場
合、MPR の全ての内容は無視されます。
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4.5.3 書き込み保護 (WP)ピ ンの機能

どちらの書き込み保護モード中も、ステータス レジス
タ内の WPEN ビットを有効にする事により、ステータ
ス レジスタとメモリ パーティション レジスタへの書
き込みを禁止できます。WPEN機能が有効である場合、
WP ピンのアサート (Low) 中にこれらのレジスタの内
容が保護されます。これらのレジスタを保護するには、
CSのアサート (Low)中にWPピンを常時をアサートす
る必要があります。WPEN 機能の詳細は 6.1.1「書き
込み保護イネーブルビット」に記載しています。

内部書き込みサイクルが既に開始されている場合、
WPピンの Lowへの遷移は書き込みシーケンスに影響
を及ぼしません。

ステータス レジスタ内の WPEN ビットが論理「0」で
ある場合、WP ピン機能は無効となります。このため、
WPピンをVSSに接続した状態で25CSM04をシステム
に実装してもステータス レジスタへの書き込みは可
能です。全ての WP ピン機能は WPEN ビットを論理

「1」に設定した時点で有効になります。

4.5.4 メモリ保護設定凍結 (FRZR)
現在のメモリ保護レジスタの状態と書き込み保護モー
ドを永続的に凍結する事で、それらの内容を変更不可
能にできます。これを行うには、メモリ保護設定凍結
(FRZR) 命令を使います。メモリ保護レジスタの詳細は
10.0「メモリ パーティション機能」を参照してくださ
い。

FRZR命令を発行する前に、まず WREN命令を発行して
ステータス レジスタ内の WEL ビットを論理「1」に
設定してから PRWE命令を発行して PREL ビットを論
理「1」に設定しておく必要があります。これらの
2 つの命令を発行した後に、FRZR命令を本デバイスへ
送信できます。

FRZR 命令を使ってメモリ保護設定の状態を凍結する
には、CS ピンを Low に駆動してから SI ライン上でオ
ペコード (37h)、アドレス (AA40h)、確認データバイト
(D2h) を続けて本デバイスへ送信します。CS ピンを
ディアサートすると、本デバイスは内部の自己タイマ
書き込みサイクルを開始しFMPCビットをセットしま
す。これにより、8 個のメモリ パーティション レジス
タと書き込み保護モード (WPM) ビット ( ステータス
レジスタ内 ) が全て凍結されます。

内部書き込みサイクルが完了すると、ステータス レジ
スタ内の PREL ビットと WEL ビットは論理「0」状態
へリセットされます。ステータス レジスタ ( バイト 1)
内の WPM ビット (bit 7) は永続的に現在の状態に固定
され、FMPC ビット (bit 5) は永続的に論理「1」( メモ
リ保護設定が凍結済みである事を示す ) に固定されま
す。メモリ パーティション レジスタと WPM ビットが
既に凍結済みであった場合、FRZR 命令を発行しても
無視されます。CS ピンがディアサートされると、本
デバイスはアイドル状態に戻ります。

Note: 書き込み保護イネーブル (WPEN) ビット
とブロック保護 (BP[1:0]) ビットは、FRZR
命令の影響を受けません。

Note: ステータス レジスタ ( バイト 0) 内の
WPEN ビット (bit 7) が論理「1」に設定
されている場合、WP ピンがアサートさ
れている時に FRZR命令は無視されます。

Note: 凍結後は、それらの状態を変更する事が
不可能になります。

Note: 40 ビット シーケンスの完了前に CS ピン
がディアサートされた場合、命令は中止さ
れて書き込みサイクルは実行されません。
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図 4-3:   メモリ保護設定凍結 (FRZR)シ ーケンス

Note 1: このシーケンスが正常に完了した後の CS の立ち上がりエッジにより、内部の自己タイマ書き込みサイクルが開

始されます。

2: アドレスビット A23-A16 は無視されます。アドレスビット A15-A0 は AA40h に設定する必要があります。
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SCK
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FRZR Opcode (37h) Address Bits A23-A0(2)
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5.0 書き込みイネーブル /デ ィセーブル

5.1 書き込みイネーブル命令 (WREN)
WRSR、WRITE、WREX、LOCK、PPWE、WMPR、PPAB、FRZR
命令を実行する場合、各命令の前にステータス レジス
タの書き込みイネーブル (WEL) ビットを論理「1」に
設定する必要があります。これらのシーケンスでは、
実行前に追加の命令が必要になる場合があります ( 各
シーケンスの説明を参照してください )。WEL ビット
を論理「1」に設定するには、WREN(06h) 命令を
25CSM04 へ送信します。これを行うには、最初に CS
ピンを Low に駆動して本デバイスを選択した後に、SI
ピンで 06h 命令を入力します。その後に CS ピンを
High に駆動すると、ステータス レジスタ内の WEL
ビットは即座に論理「1」へと更新されます。

WEL ビットは以下の条件で論理「0」へリセットされ
ます。

• 電源の投入 ( 電源投入時の既定値条件ではデバイ
スへの書き込みが無効 (WEL = 0) であるため )
(1.2.2「工場書き込み既定値」参照 ) 

• 書き込みシーケンス (WRITE、WRSR、WREX、LOCK、
WMPR、PPAB、FRZR) の正常な完了

• 書き込みディセーブル (WRDI) 命令の実行 (5.2「書
き込みディセーブル (WRDI) 命令」参照 )

• ソフトウェア デバイスリセット (SRST) 命令の実
行

図 5-1:   書き込みイネーブル (WREN)命 令 

5.2 書き込みディセーブル (WRDI) 命令

書き込みディセーブル命令 (04h) は、WEL ビットを論
理「0」に設定する事により全ての書き込みモードを
無効にします。これにより、不注意な書き込みシーケ
ンスからデバイスを保護できます。WRDI 命令は WP
ピンの状態とは無関係です。  

図 5-2:   書き込みディセーブル (WRDI)命 令 

SCK

0 2 3 4 5 6 71

High-Impedance
SO

CS

SI

WREN Opcode (06h)

0 0 0 0 0 1 1 0
MSb

SCK

0 2 3 4 5 6 71
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6.0 ステータス レジスタ

6.1 ステータス レジスタのビット定義

25CSM04 は、通常の EEPROM セルと同じ優先度と
機能を持った 6 個の不揮発性ビットと 5 個の揮発性
ラッチを格納した2バイトのステータス レジスタを備
えています。ステータス レジスタのビットにより、本
デバイスの各種機能が設定されます ( レジスタ 6-1、レ
ジスタ 6-2 参照 )。これらのビットは、この後で説明
する専用の命令により読み出しまたは変更が可能で
す。

レジスタ 6-1:   ステータス レジスタ (バ イト 0)
R/W U-0 U-0 U-0 R/W R/W R-0 R-0

WPEN – – – BP1 BP0 WEL RDY/BSY
bit 7 bit 0

凡例 :
R =  読み出し可能ビット W = 書き込み可能ビット U = 未実装、「0」として読み出し

-n = POR 時の値 「1」 = ビットはセット 「0」 = ビットはクリア x = ビットは未知

bit 7 WPEN: 書き込み保護イネーブルビット

1 = 書き込み保護は有効
0 = 書き込み保護は無効

bit 6-4 未実装 : 「0」として読み出し

bit 3-2 BP[1:0]: ブロック保護ビット ( 表 6-2 参照 )
00 = メモリアレイを書き込み保護しない
01 = メモリアレイの上位 1/4 領域を書き込み保護する
10 = メモリアレイの上位 1/2 領域を書き込み保護する
11 = メモリアレイの全領域を書き込み保護する

bit 1 WEL:  書き込みイネーブルラッチ ビット

1 = WRENが実行されてデバイスは書き込み可能
0 = デバイスは書き込み不可

bit 0 RDY/BSY: レディー / ビジー ステータスラッチ ビット

1 = デバイスはビジー ( 内部書き込みサイクルを実行中 )
0 = デバイスはレディー ( 新しいシーケンスを実行可能 )
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6.1.1 書き込み保護イネーブルビット

ステータス レジスタ ( バイト 0) 内の書き込み保護イ
ネーブル (WPEN) ビット (bit 7) を WP ピンと組み合わ
せて使う事で、本デバイス内の各種レジスタに対する
書き込みを禁止できます。

WP ピンが Lowかつ WPENビットが論理「1」である場
合、本デバイスはハードウェア書き込み保護されます。
影響を受けるレジスタは、選択されている書き込み保
護モードによって決まります。 
書き込み保護モードは、ステータス レジスタ ( バイト 1)
内の WPM ビット (bit 7) によって指定されます。WP
ピンが High ( ディアサート ) または  WPEN ピンが論
理「0」である場合、ハードウェア書き込み保護は無
効です。

表 6-1 に、WP ピンおよび WPEN ビットの組み合わせ
と保護されるレジスタの関係を示します。いずれの保
護機能も、有効にするには WP ピンをアサート (Low)
する必要があります。

レジスタ 6-2:   ステータス レジスタ (バ イト 1)
R/W-1 R-0 R R-0 R U-0 U-0 R-0
WPM ECS FMPC PREL PABP – – RDY/BSY

bit 7 bit 0

凡例 :
R =  読み出し可能ビット W = 書き込み可能ビット U = 未実装、「0」として読み出し

-n = POR 時の値 「1」 = ビットはセット 「0」 = ビットはクリア x = ビットは未知

bit 7 WPM: 書き込み保護モードビット (1)

1 = 拡張書き込み保護モードを選択 
0 = レガシー書き込み保護モードを選択

bit 6 ECS: 誤り訂正状態ラッチ ビット

1 = 直前の読み出しシーケンスが誤り訂正コード (ECC) を要求した
0 = 直前の読み出しシーケンスは誤り訂正コード (ECC) を要求しなかった

bit 5 FMPC: メモリ保護設定凍結ビット (2)

1 =  メモリ パーティション レジスタと書き込み保護モード (WPM) ビットを永続的に凍結する
0 =  メモリ パーティション レジスタと書き込み保護モード (WPM) ビットを凍結しない

bit 4 PREL: パーティション レジスタ書き込みイネーブルラッチ ビット

1 = PRWEが実行済みであり WMPR、FRZR、PPAB命令は有効
0 = WMPR、FRZR、PPAB命令は無効

bit 3 PABP:  パーティション アドレス境界保護ビット

1 = メモリ パーティション レジスタ内で設定されているパーティション終端アドレスは変更不可能
0 = メモリ パーティション レジスタ内で設定されているパーティション終端アドレスは変更可能

bit  2-1 未実装 : 「0」として読み出し

bit  0 RDY/BSY: レディー / ビジー ステータスラッチ ビット

1 = デバイスはビジー ( 内部書き込みサイクルを実行中 )
0 = デバイスはレディー ( 新しいシーケンスを実行可能 )

Note 1: FMPC ビットが論理「1」に設定されている場合、WPM ビットは読み出し専用です。

2: 既に「1」にセットされた FMPC ビットを「0」にクリアする事はできません。
DS20005817D_JP - p. 20 2023 Microchip Technology Inc. and its subsidiares



25CSM04
本デバイスがハードウェア書き込み保護されている場
合、ステータス レジスタの不揮発性ビット (WPEN、
BP1、BP0、WPM、FMPC、PABP) は読み出し専用と
なるため以下の命令は使えません。

- ステータス レジスタ書き込み (WRSR)
- メモリ保護設定凍結 (FRZR)
- パーティション アドレス境界保護 (PPAB)
- メモリ パーティション レジスタ書き込み (WMPR)
- セキュリティ レジスタ ロック (LOCK)

6.1.2 ブロック書き込み保護ビット

25CSM04 では、ブロック保護機能を使って 4 通りのレ
ベルで EEPROM を書き込みから保護できます。不揮発
性のブロック書き込み保護ビット (BP[1:0]) はステータ
ス レジスタ(バイト0)内のbit 3-2に配置され、EEPROM
とセキュリティ レジスタ内で読み出し専用として扱う
領域を定義します。BP[1:0] ビットの値は、ステータス
レジスタ ( バイト 1) 内の WPM ビット (bit 7) によって
本デバイスがレガシー書き込み保護モードに設定され
ている場合にのみ有効です。

以下の 4 通りのレベルの保護が可能です。

• レベル 0 – EEPROM の全領域を保護しない。セ
キュリティ レジスタの下位256バイトのみ読み出
し専用とする。

• レベル 1 – EEPROMの上位 1/4アドレス領域のみ
書き込み保護する (EEPROMの最上位1 Mbitが読
み出し専用 )。セキュリティ レジスタの下位 256
バイトのみ読み出し専用とする。

• レベル 2 – EEPROMの上位 1/2アドレス領域のみ
書き込み保護する (EEPROMの最上位2 Mbitが読
み出し専用 )。セキュリティ レジスタの下位 256
バイトのみ読み出し専用とする。

• レベル 3 – EEPROM とセキュリティ レジスタの
全領域を保護する ( 全アドレスが読み出し専用 )。

各ブロック書き込み保護レベルに対応するステータス
レジスタ制御ビット (BP1/BP0)の値と保護されるアド
レス範囲を表 6-2 に示します。

表 6-1:   レガシーおよび拡張書き込み保護モードにおけるレジスタの保護属性

書き込み保護
モード

WP ピン WPEN ビット ステータス レジスタ
メモリ パーティション 

レジスタ

レガシーまたは
拡張

Low 0 保護されない 保護されない

Low 1 保護される 保護される

High X 保護されない 保護されない

Note: WP ピンがアサート (Low) されている間は、論理「1」の WPEN ビットを論理「0」へ戻す事はできません。

表 6-2:   ブロック書き込み保護ビット

保護レベル

ステータス レジスタ ( バイト 0)
Bit[3:2] 保護されるアドレス範囲

BP1 BP0 メモリ領域 25CSM04

0 0 0 EEPROM なし

セキュリティ レジスタ 00000h-000FFh

1 0 1 EEPROM 60000h-7FFFFh
セキュリティ レジスタ 00000h-000FFh

2 1 0 EEPROM 40000h-7FFFFh
セキュリティ レジスタ 00000h-000FFh

3 1 1 EEPROM 00000h-7FFFFh
セキュリティ レジスタ 00000h-001FFh

Note: ブロック保護機能は、ステータス レジスタ ( バイト 1) の WPM ビット (bit 7) が論理「0」( レガシー書き
込み保護モード ) に設定されている場合にのみ有効となります。WPM ビットが論理「1」に設定されて
いる場合、本デバイスは拡張書き込み保護モードに従います。拡張書き込み保護モードの詳細は 10.1「拡
張書き込み保護モード」を参照してください。
 2023 Microchip Technology Inc. and its subsidiares DS20005817D_JP - p. 21



25CSM04

6.1.3 書き込みイネーブルラッチ

不揮発性レジスタ、EEPROM アレイ、セキュリティ
レジスタに対する書き込みを許可 / 禁止するために、
書き込みイネーブル命令 WREN(5.1「書き込みイネーブ
ル命令 (WREN)」参照 ) と書き込みディセーブル命令
WRDI (5.2「書き込みディセーブル (WRDI) 命令」参照 )
を使います。これらの命令は、ステータス レジスタ
(バイト 0)内の書き込みイネーブルラッチ (WEL)ビッ
ト (bit 1) の状態を変更します。 

6.1.4 レディー /ビ ジー ステータスラッチ

レディー/ ビジー ステータスラッチ (RDY/BSY) は、本
デバイスが不揮発性書き込みシーケンスを現在実行中
であるかどうかを示します。このビットは読み出し専
用であり、本デバイスによって自動的に更新されます。
このビットは、両方のステータス レジスタバイトの
bit 0 で提供されます。

このビットの論理「1」は、デバイスが現在ビジー ( 不
揮発性書き込みシーケンスを実行中 ) である事を示し
ます。このビットが論理「1」である間は、ステータ

ス レジスタ読み出し (RDSR) 命令とレディー / ビジー
ポーリング (WRBP) 命令のみが本デバイスによって実
行されます。 
このビットの値が論理「0」である場合、本デバイス
は新しい命令を受け付けます。 

6.1.4.1 書き込みレディー / ビジー ポーリング

書き込みレディー / ビジー ポーリング (WRBP) 命令に
より、ステータス レジスタ内の RDY/BSY ビットへ
8 ビット フォーマットで直接アクセスできます。WRBP
命令を使う事で、不揮発性書き込みシーケンス後に本
デバイスが内部書き込みサイクルを完了したかどうか
を確認できます。 
この命令は、本デバイスがビジーである ( 書き込みサ
イクルをまだ実行している ) 場合に値 FFh を返し、書
き込みサイクル中ではない場合に 00h を返します。

ポーリング ルーチンの実装については、8.3「ポーリ
ング ルーチン」を参照してください。本デバイスは書
き込みレディー / ビジー状態の連続的な読み出しをサ
ポートし、出力値を 8 ビットごとに更新します。

図 6-1:   書き込みレディー /ビ ジー ポーリング (WRBP)シ ーケンス

6.1.5 書き込み保護モードビット

25CSM04 の書き込み保護属性は、 ステータス レジス
タ内の不揮発性書き込み保護モード (WPM) ビットに
より制御されます。このビットは、ステータス レジス
タ ( バイト 1) 内の bit 7 に配置されています。このビッ
トの論理「0」は本デバイスがレガシー書き込み保護
モードに設定されている事を示し、論理「1」は拡張
書き込み保護モードに設定されている事を示します。

書き込み保護モードは、EEPROM とセキュリティ レ
ジスタならびに各種不揮発性レジスタの内容を書き込
みから保護する方法を制御します。2 つの書き込み保
護モードの概要は 4.5「書き込み保護」に記載してい
ます。WP ピンの状態に応じて保護される不揮発性レ
ジスタについては、6.1.1「書き込み保護イネーブル
ビット」を参照してください。

ステータス レジスタ内の WPM ビットは、WRSR 命令
によってのみ変更可能です (6.3「ステータス レジスタ
書き込み (WRSR)」参照 )。
書き込み保護モードは、FRZR 命令の実行によって永
続的にロックできます。これは、レガシー書き込み保
護モードと拡張書き込み保護モードの両方で可能で
す。詳細は 4.5.4「メモリ保護設定凍結 (FRZR)」を参
照してください。
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CS
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DS20005817D_JP - p. 22 2023 Microchip Technology Inc. and its subsidiares



25CSM04

6.1.6 誤り訂正状態ラッチ 
誤り訂正状態 (ECS) ビットは、ステータス レジスタ
( バイト 1) 内の bit 6 に配置されています。このビット
は、デバイス内部の誤り訂正コード (ECC) ロジックス
キームが直前の読み出しシーケンス中に呼び出された
どうかを示します。ECC に関連するその他の情報は、
8.2「誤り訂正コード (ECC) の構造」を参照してくだ
さい。 
直前の読み出しシーケンスで ECC ロジックスキーム
が要求されなかった場合、ECS ビットは論理「0」に
設定されます。これが要求された場合は論理「1」に
設定されます。

後続の読み出しシーケンスで ECC ロジックスキーム
が要求されなくなるまで、またはパワーオン リセット
(POR) イベントが発生するかソフトウェア デバイス
リセット (SRST) 命令が本デバイスへ送信されるまで、
ECS ビットの読み値は論理「1」のままです。

6.1.7 メモリ保護設定凍結ビット

メモリ保護設定凍結 (FMPC) ビットは、ステータス レ
ジスタ ( バイト 1) 内の bit 5 に配置されています。こ
のビットは不揮発性の OTP ビットであり、工場既定
値の「0」に設定されています。 
このビットは、メモリ保護設定凍結 (FRZR) 命令によっ
てのみ論理「1」に設定する事ができます (4.5.4「メモ
リ保護設定凍結 (FRZR)」参照 )。ステータス レジスタ
書き込み (WRSR) 命令を使ってこのビットを変更する
事はできません。このビットが論理「1」に設定され
た後は、メモリ保護設定を永続的に変更できなくなり
ます。

6.1.8 パーティション書き込みイネーブル
ラッチ

WEL ビットに加えてメモリ パーティション書き込み
イネーブルラッチ セット (PRWE) 命令 ( 図 10-3 参照 )
またはメモリ パーティション書き込みイネーブル
ラッチ リセット (PRWD) 命令 ( 図 10-4 参照 ) を使う事
で、メモリ パーティション レジスタへの書き込みを
許可または禁止できます。これらの命令は、ステータ
ス レジスタ ( バイト 1) 内の PREL ビット (bit 4) の状
態を変更します。

6.1.9 パーティション アドレス境界保護
ビット

パーティション アドレス境界保護 (PABP) ビットは、
ステータス レジスタ ( バイト 1) 内の bit 3 に配置され
ています。このビットは RDSR命令で読み出せますが、
このビットのセット / クリアはパーティション アドレ
ス境界保護シーケンス (10.1.3「パーティション終端ア
ドレスの保護」) によってのみ可能です。PABP ビット
を論理「1」に設定した場合、メモリ パーティション
レジスタ内のパーティション終端アドレスビット
(A[18:13]) は読み出し専用 ( 変更不可 ) となりますが、
パーティション属性ビット(PB[1:0])の変更は可能なま
まです。

メモリ保護設定凍結ビットが論理「1」に設定された
場合、パーティション終端アドレスビットとパーティ
ション属性ビットは PABP ビットの状態に関係なく永
続的に読み出し専用 ( 変更不可能 ) となります。

Note: PRWE命令を発行する前にWELビットを論
理「1」にセットしておく必要があります。
そうしないと PRWE命令は無視されます。 
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6.2 ステータス レジスタ読み出し

(RDSR)
ステータス レジスタ読み出し (RDSR) 命令により、ス
テータス レジスタの内容にアクセスできます。CS ピ
ンのアサート後にオペコード 05hを本デバイスへ送信
する事により、ステータス レジスタを読み出せます。
本デバイスは、SO ピンで 16 ビットのステータス レ
ジスタ値を返します。 

最初の 16 ビット値が返された後も読み出し続ける事
により、ステータス レジスタを繰り返し読み出す事が
できます。25CSM04 はステータス レジスタ内の揮発
性ビット (RDY/BSY、WEL、PREL) の値をバイト境界
で更新するため、RDSR 命令を繰り返し発行しなくて
も揮発性ビットの新しい値を読み出し続ける事ができ
ます。

ステータス レジスタ内の不揮発性ビット (WPEN、
BP0、BP1、WPM) を更新するには、RDSR命令を新た
に発行する必要があります。

図 6-2:   ステータス レジスタ読み出し (RDSR)シ ーケンス

SI

 9 10 11 14 15
SCK

 0  2  3  4  5  6  7 1  8

0 0 0 0 0 1 0 1
RDSR Opcode (05h)

12 13 16 17 18 19 20 21 22 23

D7 D5D6 D4 D3 D2 D1 D0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
STATUS Register Byte 0 STATUS Register Byte 1

SO

CS

High-Impedance
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6.3 ステータス レジスタ書き込み

(WRSR)
SPI ホストは、ステータス レジスタ書き込み (WRSR)
命令を使ってステータス レジスタ内の一部のビット
値を変更できます。WRSRシーケンスを開始する前に、
WREN命令を実行して WEL ビットを論理「1」に設定し
ておく必要があります。WREN 命令が完了した後に
WRSR シーケンスの実行が可能になります。

WRSR命令は以下のビットのみ変更します。

• バイト 0: bit 7、bit 3、bit 2
• バイト 1: bit 7
バイト0内の書き込み保護イネーブル(WPEN)ビット、
ブロック保護 (BP1、BP0) ビットとバイト 1 内の書き
込み保護モード (WPM) ビットが変更可能です。 
これらの 4 つのビットは、通常の EEPROM セルと同
じ優先度と機能を持つ不揮発性セルです。これらの値
は、デバイスの電源が遮断されている間も保持されま
す。ステータス レジスタ ( バイト 1) 内の FMPC ビッ
ト (bit 5) と PABP ビット (bit 3) も不揮発性ビットです
が、これらは専用の命令を使って変更します。詳細は
6.1.7「メモリ保護設定凍結ビット」と 10.1.3「パー
ティション終端アドレスの保護」を参照してください。

バイト 0 は、ステータス レジスタへの書き込み時に常
に書き込む必要があります。バイト 1 は、拡張書き込
み保護モードを使う場合に必要に応じて書き込む事が
できます。

WRSR シーケンス後に内部自己タイマ書き込みサイ
クルが完了するまで、25CSM04 は RDSRまたは WRBP
以外の命令に応答しません。書き込みサイクルが完了
した時点で、ステータス レジスタ内の WEL ビットは
論理「0」へとリセットされます。

図 6-3:   ステータス レジスタ書き込み (WRSR)シ ーケンス

Note: バイト (8 ビット ) 境界ではないタイミン
グで CS ピンがディアサートされた場合、
シーケンスは中止されて内部書き込みサ
イクルは実行されません。

Note 1: このシーケンスが完了した後の CS の立ち上がりエッジにより、内部自己タイマ書き込みサイクルが開始されま

す。

SI

 9 10 11 14 15
SCK

 0  2  3  4  5  6  7 1  8 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23

SO

CS

High-Impedance

0 0 0 0 0 0 0 1 D7 X X X D3 D2 X X D7 X X X X X X X
WRSR Opcode STATUS Register Byte STATUS Register Byte 

MSb MSb MSb

TWC(1)

Optional
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7.0 読み出しシーケンス

7.1 EEPROM からの読み出し

本デバイスが内部書き込みサイクルの実行中でなけれ
ば ( すなわち、ステータスレジスタ内の RDY/BSY ビッ
トが「0」であれば )、EEPROM の内容をいつでも読
み出せます。EEPROM を読み出すために、ホストは
最初に CS ラインを Low に駆動して本デバイスを選択
し、SI ラインで READ命令 (03h) と読み出し位置を指
す 24 ビットアドレスを続けて送信します。アドレス
ビット (A23-A19) は「ドントケア」ビットです ( メモ
リのアドレス範囲外であるため )。
24 ビットアドレスの送信が完了した後は、SI ライン
上の全てのデータが無視されます。本デバイスは、指
定されたアドレスのデータ (D7–D0) を SO ライン上で

シフトアウトします。1 バイトのみ読み出す場合、そ
のデータバイトが本デバイスから出力された後に CS
ラインを High に駆動する必要があります。 
読み出しシーケンスでは、バイトアドレスが自動的に
インクリメントして後続のデータが連続的にシフトア
ウトされます。最高アドレスに達するとアドレスカウ
ンタは最低アドレス (000000h) へ「ロールオーバー」
します。このため、開始アドレスに関係なく、1 回の
読み出しシーケンスでメモリ全体を連続的に読み出す
事ができます。

読み出しシーケンスは、任意のタイミングで CS を
High に駆動する事によりいつでも終了できます。

図 7-1:   EEPROM読 み出し (READ)シ ーケンス

CS

SCK

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 413938373635343332313029

0 0 0 0 0 0 1 1 A A A

READ Opcode (03h) Address Bits A23-A0

X X X X X ASI

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D7 D6

Data Byte 1

SO
MSb MSb

MSb MSb

High-Impedance
DS20005817D_JP - p. 26 2023 Microchip Technology Inc. and its subsidiares



25CSM04
8.0 書き込みシーケンス

25CSM04 内の EEPROM に書き込むには、書き込み
イネーブル (WREN) 命令を使ってデバイスを書き込み
可能にする必要があります。書き込み可能ではない場
合、本デバイスは WRITE 命令を無視し、CS が High
へ遷移した時にスタンバイ状態に戻ります。メモリの
書き込み先アドレスは、ブロック書き込み保護レベル
またはメモリ パーティション レジスタの内容によっ
て選択された保護アドレス領域の外である事が必要で
す。内部書き込みサイクルの実行中は、RDSR および
WRBP以外の全ての命令が無視されます。

8.1 書き込み命令シーケンス

8.1.1 バイト書き込み

WREN命令が完了した後に、バイト書き込みシーケンス
( 図 8-1) が実行可能となります。CS ラインの Low へ
の遷移によって本デバイスが選択された後に、SI ライ
ンを介して WRITE 命令 (02h)、24 ビットアドレス、
データ (D7-D0) が続けて本デバイスへ送信されます。

アドレスビット (A23-A19) は「ドントケア」ビットで
す ( メモリのアドレス範囲外であるため )。
CSピンがHighへ遷移した後に書き込みサイクルが開
始されます。CS ピンの Low → High 遷移は、D0 ( デー
タの LSb ビット ) が入力された直後の SCK Low 期間
中 ( モード 0 の場合 ) または High 期間中 ( モード 3 の
場合 ) に発生する必要があります。 

書き込みサイクルが完了すると、25CSM04 は自動的
に書き込みディセーブル状態 ( ステータス レジスタ
ビット WEL = 0) に戻ります。

図 8-1:   バイト書き込みシーケンス

8.1.2 ページ書き込み

ページ書き込みシーケンスは基本的にバイト書き込み
と同じですが、同一書き込みサイクル中に最大 256 バ
イトを書き込む事ができます。ただし、全てのバイト
がメモリアレイの同一ページ内 ( アドレスビット
A18-A8 が同じ値 ) である事が必要です。256 未満のバ
イトを書き込む部分ページ書き込みも可能です。デー
タの各バイトを受信するたびに、アドレスの最下位
8 ビットが内部で 1 つインクリメントします ( その他
のアドレスビットは不変 )。
アドレスがそのメモリページの終端に達した後さらに
データバイトが送信された場合、アドレスカウンタは
そのページの先頭位置へ「ロールオーバー」し、直近
に受信した 256バイトのデータのみがデバイスに書き
込まれます。

書き込みサイクルが完了すると、25CSM04 は自動的

に書き込みディセーブル状態 ( ステータス レジスタ

ビット WEL = 0) に戻ります。

Note: バイト (8 ビット ) 境界ではないタイミン
グで CS ピンがディアサートされた場合、
シーケンスは中止されて内部書き込みサ
イクルは実行されません。 

Note 1: このシーケンスが正常に完了した後の CS の立ち上がりエッジにより、内部の自己タイマ書き込みサイク

ルが開始されます。

CS

SCK
10 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 39383736353432313029

SO
High-Impedance

0 0 0 0 0 0 1 0

WRITE Opcode (02h) Address Bits A23-A0

X X X X X ASI D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

Data In

MSbMSb MSb
A A AA

8 33
TWC(1)

Note: バイト (8 ビット ) 境界ではないタイミン
グで CS ピンがディアサートされた場合、
シーケンスは中止されて内部書き込みサ
イクルは実行されません。 
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図 8-2:   ページ書き込みシーケンス

8.2 誤り訂正コード (ECC) の構造

信頼性を高めるため、25CSM04 は誤り訂正コード
(ECC) ロジックスキームを内蔵しています。EEPROM
アレイは、連続した 4 個のバイトと 6 個の ECC パリ
ティビットを 1 つのグループとして内部で構成されま
す。これらのグループ ( 計 38 ビット ) を内部物理デー
タワードと呼びます。読み出しシーケンス中に、ECC
ロジックは 4 バイト物理データワードと、対応する
6 個の ECC パリティビットを比較します。4 バイト領
域の中の 1 つのビットが正しく読み出されなかった場
合、誤りのあるビットは ECC ロジックによって検出
され、正しい値に訂正された後に出力されます。この
ような構造により、25CSM04 の信頼性は ECC を使わ
ないデバイスに比べて大幅に向上します。

書き込みバイト数に関係なく、データは常に 4 バイト
の内部物理データワード単位で物理的に本デバイスに
書き込まれるという事に注意が必要です。バイト書き
込みシーケンスによる単一バイトの書き込みは可能で
すが、内部では書き込み先の 4 バイト領域内の他の
3 バイトと 6 個の ECC パリティビットも更新されま
す。このような構造のため、25CSM04 の EEPROM 書
き込み耐性は、従来のページ単位ではなく内部物理
データワード (4 バイトワード ) 単位で規定されていま
す。書き込み耐性を最大限に高めるため、データの配
置を内部ワード境界に整列させる等、書き込みアルゴ
リズムの最適化を図る必要があります。

8.3 ポーリング ルーチン

少しでも書き込み待ち時間を短くしたい場合、固定の
最大書き込みサイクル時間 (TWC) を待つ代わりにポー
リングを実施します。これにより、アプリケーション
はシリアル EEPROM が書き込みシーケンスを完了し
たかどうかを問い合わせる事ができます。このポーリ
ング ルーチンは、内部で自己タイマ書き込みサイクル
が始まった時点で開始します。 
ポーリング ルーチンは、ステータス レジスタ読み出
し (RDSR) 命令または書き込みレディー / ビジー ポー
リング (WRBP) 命令を繰り返し送信する事で、デバイ
スが内部自己タイマ書き込みサイクルを完了したかど
うかを判定します(図8-3参照)。RDSR命令からRDY/BSY

ビット = 1が返された場合、または WRBP命令から FFh
が返された場合、書き込みサイクルは実行中 ( 未完了 )
です。 
RDSR命令から RDY/BSYビット = 0が返された場合、
または WRBP命令から 00h が返された場合、書き込み
サイクルは完了済みです。デバイスがまだビジー状態
である場合、RDY/BSYビット = 0が返されるまでRDSR
命令を繰り返し実行するか、00h が返されるまで WRBP
命令を繰り返し実行する事で、デバイスが新しい命令
を実行可能な状態になった事を検出できます。書き込
みサイクル中は、RDSR および WRBP 命令のみが有効
です。

図 8-3:   ポーリングフロー

Note 1: このシーケンスが正常に完了した後の CS の立ち上がりエッジにより、内部の自己タイマ書き込みサイクルが開始

されます。

CS

SCK
10 2 3 4 5 6 7 9 39383736353432313029

SI

Data In Byte n (256 max.)

MSb

SO

0 0 0 0 0 0 1 0 X X X A A A

WRITE Opcode (02h) Address Bits A23-A0 Data In Byte 1

MSbMSbMSb

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

High-Impedance

8 33
TWC(1)

NO

YES

Send Valid Write 
Instruction

Deassert CS High to 
Initiate a Write Cycle

Send RDSR/WRBP
Instruction to the Device

Next Sequence

Is WRBP = 00h or is 
RDY/BSY = 0?
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9.0 セキュリティ レジスタ

セキュリティ レジスタは1つの256バイト読み出し専
用ページと、1 つの 256 バイト ID ページ ( ユーザによ
る書き込みとロックが可能 ) に分割されています。ID
ページは、バイト書き込みとページ書き込みの両方を
サポートします。ID ページは、LOCK 命令を使ってい
つでも永続的にロックできます。セキュリティ レジス
タのロック状態は、CHLK 命令を使っていつでも確認
できます。

9.1 セキュリティ レジスタからの読み出し

25CSM04 からのセキュリティ レジスタの読み出し方
法は EEPROM からの読み出しシーケンスと似ていま
すが、異なるオペコードと専用のアドレスデータが必
要です。セキュリティ レジスタを読み出す場合、ホス
トは最初に CS ラインを Low に駆動して本デバイスを
選択し、SI ラインで RDEX命令 (83h) と読み出し位置
を指す 24 ビットアドレスを続けて送信します。

24 ビットアドレスの送信が完了した後は、SI ライン
上の全てのデータが無視されます。本デバイスは、指
定されたアドレスのデータ (D7–D0)を SO ラインへシ
フトアウトします。1 バイトのみ読み出す場合、その
データが本デバイスから出力された後に CS ラインを
High に駆動する必要があります。読み出しシーケンス
では、バイトアドレスが自動的にインクリメントして
後続のデータが連続的にシフトアウトされます。最高
アドレス (0001FFh)に達するとアドレスカウンタは最
低アドレス (000000h) へ「ロールオーバー」します。
このため、開始アドレスに関係なく、1 回の読み出し
シーケンスでセキュリティ レジスタの全体を連続的
に読み出す事ができます。

図 9-1:   セキュリティ レジスタ読み出し (RDEX)シ ーケンス

表 9-1:   セキュリティ レジスタの構成

セキュリティ レジスタバイトの番号

0 1 ... 254 255 256 257 ... 510 511
工場書き込み済み ( 読み出し専用 )

0-15: デバイスシリアル番号
16-255: 将来用に予約済み

ユーザ書き込み可能 ( ロック可能 )

Note: アドレスビット A23-A9 (A10 を除く ) は
「ドントケア」ビットですが、A10 は論理
「0」である事が必要です。

Note 1: セキュリティ レジスタを読み出す場合、アドレスビット A10 は「0」である事が必要です。

CS

SCK

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 413938373635343332313029

1 0 0 0 0 0 1 1 A A A

RDEX Opcode (83h) Address Bits A23-A0(1)

X X X X X XSI

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D7 D6

Data Byte 1

SO
MSb MSb

MSb MSb

High-Impedance
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9.1.1 工場書き込み済み 128ビ ット

一意シリアル番号の読み出し

セキュリティ レジスタには、グローバルに一意の
128 ビットシリアル番号が工場で書き込み済みです。こ
のシリアル番号はセキュリティ レジスタの下位16バイ
ト ( バイト 0h-Fh) に書き込まれており、Microchip 社
製 CS シリーズ EEPROM の全バリアントを通して一
意です。シリアル番号は、セキュリティ レジスタ内の
その他のデータと同じ方法で読み出せます。

9.2 セキュリティ レジスタへの書き込み

セキュリティ レジスタに対する書き込みシーケンス
は、基本的に EEPROM への書き込みシーケンス (8.1.1

「バイト書き込み」、8.1.2「ページ書き込み」参照 ) と
同じですが、ユーザ書き込み / ロック可能 ID ページへ
書き込むために WREX 命令 (82h) を使う事とアドレス
ビット A10 が論理「0」かつアドレスビット A8 が論
理「1」である事が必要です。レガシー書き込み保護
モードでは、ステータス レジスタ ( バイト 0) 内の BP
[1:0] ビット (bit 3-2) が「11」である場合にセキュリ
ティ レジスタは書き込み保護されます。これは、ス
テータス レジスタ ( バイト 0) の WPEN ビット (bit 7)
および WP ピンの状態とは無関係です。

セキュリティ レジスタのユーザ書き込み / ロック可能
ID ページも、永続的にロックする事により読み出し専
用にできます。これには LOCK 命令を使います。本デ
バイスが既にロック済みであるかどうかは、CHLK 命
令を使って確認できます。セキュリティ レジスタが
ロックされると、その後の全ての WREX 命令は無視さ
れます。

9.2.1 セキュリティ レジスタのロック

セキュリティ レジスタの上位 256 バイトは、ユーザ書
き込み可能状態で Microchip 社から出荷されます。セ
キュリティ レジスタのユーザ書き込み /ロック可能 ID
ページは、必要なデータを書き込んだ後に LOCK 命令
を使って永続的に書き込み保護できます。 

LOCK命令を実行すると、25CSM04 のセキュリティ レ
ジスタの上位 256バイトに対する全ての書き込みシー
ケンスは永続的に禁止され、セキュリティ レジスタ全
体 (512 バイト ) が読み出し専用となります。

LOCK 命令は書き込みシーケンスを利用するため、
LOCK命令を発行する前にWREN命令を送信してステー
タス レジスタ内の WEL ビットを論理「1」に設定し
ておく必要があります。図 9-4 に示す通り、SI ライン
上で LOCK命令 (82h)、ダミーアドレス (ビットA23-A0
(A10 を除く ) は「ドントケア」ビット、ビット A10 は

「1」である事が必要 )、確認データバイト (xxxxxx1xb)
が続けて送信され、CS ピンが High に遷移した後に内
部自己タイマ書き込みサイクルが始まります。

Note: 番号の一意性を確保するため、128 ビッ
トシリアル番号は開始アドレスからを読
み出す必要があります。加えて、完全な
一意値を得るにはシリアル番号の全体を
読み出す必要があります。

Note: バイト (8 ビット ) 境界ではないタイミン
グで CS ピンがディアサートされた場合、
シーケンスは中止されて内部書き込みサ
イクルは実行されません。

Note: ステータス レジスタ ( バイト 0) 内の
WPEN ビット (bit 7) が論理「1」かつ WP
ピンがアサート状態である場合、LOCK命
令は無視されます。

Note: セキュリティ レジスタを一度ロックした
後でロックを解除する事はできません。

Note: 40 ビットの FRZRシーケンスの完了前に
CS ピンがディアサートされた場合、シー
ケンスは中止されて書き込みサイクルは
実行されません。
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図 9-2:   セキュリティ レジスタ書き込み (WREX) - バイト書き込みシーケンス

図 9-3:   セキュリティ レジスタ書き込み (WREX)-ペ ージ書き込みシーケン

図 9-4:   セキュリティ レジスタ ロック (LOCK)シ ーケンス

Note 1: このシーケンスが正常に完了した後の CS の立ち上がりエッジにより、内部の自己タイマ書き込みサイクル

が開始されます。

2: A23-A9 (A10 を除く ) は「ドントケア」ビットです。A10 は論理「0」である事が必要です。セキュリティ レ
ジスタのユーザ書き込み / ロック可能 ID ページ内のアドレスを指定する場合、A8 は論理「1」である事が必

要です。

CS

SCK
10 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 39383736353432313029

1 0 0 0 0 0 1 0

WREX Opcode (82h) Address Bits A23-A0(2)

X X X X X XSI D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

Data In

SO

MSbMSb MSb
A A AA A

338

High-Impedance

TWC(1)

Note 1: このシーケンスが完了した後の CS の立ち上がりエッジにより、内部自己タイマ書き込みサイクルが開始されます。

2: A23-A9 (A10 を除く ) は「ドントケア」ビットです。A10 は論理「0」である事が必要です。セキュリティ レジス

タのユーザ書き込み / ロック可能 ID ページ内のアドレスを指定する場合、A8 は論理「1」である事が必要です。

CS

SCK
10 2 3 4 5 6 7 9 39383736353432313029

SI

Data In Byte n (256 max.)

MSb

SO

1 0 0 0 0 0 1 0 X X X A A A

WREX Opcode (82h) Data In Byte 1

MSbMSbMSb

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

High-Impedance

8 33

Address Bits A23-A0(2)

TWC(1)

Note 1: このシーケンスが完了した後の CS の立ち上がりエッジにより、内部の自己タイマ書き込みサイクルが開

始されます。

2: アドレスビット A23-A9 (A10 を除く ) は「ドントケア」ビットです。A10 は論理「1」である事が必要です。

CS

SCK
10 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 39383736353432313029

SO
High-Impedance

1 0 0 0 0 0 1 0

LOCK Opcode (82h)

X X X X X XSI X X X X X X 1 X
MSbMSb MSb

X X XX

8 33

Address Bits A23-A0(2) Data In (xxxxxx1xb)Data In (xxxxxx1xb)

TWC(1)
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9.2.2 セキュリティ レジスタのロック状態

の確認

CHLK命令を使うと、セキュリティ レジスタのユーザ
書き込み /ロック可能 IDページがロック済みであるか
どうかを確認できます。ロック状態を確認するには、
SIラインでオペコード83hを本デバイスへ入力する必
要があります。アドレスビット A10 は論理「1」であ
る事が必要です。その他のビットは全て「ドントケア」
です。SO ラインで本デバイスから出力されるデータ
バイトの bit 0 がロックの状態 を示します (0: 未ロッ
ク、1: ロック済み )。データバイトのその他のビット
は全て「ドントケア」です。従って、このデータバイ
トが xxxxxxx1b であればユーザ書き込み / ロック可
能 ID ページはロック済みであり、xxxxxxx0bであれ
ば未ロックです。

図 9-5:   セキュリティ レジスタ ロック状態確認 (CHLK)シ ーケンス

Note 1: アドレスビット A23-A9 (A10 を除く ) は「ドントケア」ビットです。A10 は論理「1」である事が必要です。

CS

SCK

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 413938373635343332313029

1 0 0 0 0 0 1 1 A A A

RDEX Opcode (83h) Address Bits A23-A0(1)

X X X X X XSI

Data Out

SO
MSb

MSb MSb

High-Impedance
D7 D5 D4 D3 D2 D1 D0D6

SCK

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 413938373635343332313029

xxxxxxx1b = Locked
xxxxxxx0b = Unlocked
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10.0 メモリ パーティション機能

25CSM04 の書き込み保護機能は、レガシー書き込み
保護モードまたは拡張書き込み保護モードのどちらか
に設定できます。これらのモードは、ステータス レジ
スタの WPM ビットで選択します (6.1.5「書き込み保
護モードビット」参照 )。このビットは、ステータス
レジスタ書き込み (WRSR)シーケンスを使って変更で
きます。 WPM ビットが論理「0」に設定されている場
合、本デバイスはレガシー書き込み保護モードに設定
されます。WPM ビットが論理「1」である場合、拡張
書き込み保護モードが有効になります。

本デバイスがレガシー書き込み保護モードに設定され
ている場合、EEPROM とセキュリティ レジスタはス
テータス レジスタ内のブロック保護 (BP[1:0]) ビット
の状態に基づいて保護されます。このビット機能の詳
細は 6.1.2「ブロック書き込み保護ビット」に記載して
います。

10.1 拡張書き込み保護モード

本デバイスは拡張書き込み保護モードを備えていま
す。このモードは、ステータス レジスタ ( バイト 1) の
WPM ビット (bit 7) を論理「1」に設定すると有効にな
ります。本デバイスが拡張書き込み保護モードに設定
されている場合、ステータス レジスタとメモリ パー
ティション レジスタは、WPEN ビットが論理「1」に
設定されかつ WP ピンがアサートされている時に、全
ての変更から保護されます。 
25CSM04 を拡張書き込み保護モードに設定すると、
8 個のメモリ パーティション レジスタ (MPR0 ～
MPR7) が有効になります。これらは 8 ビットレジスタ
であり、書き込み可能アドレス範囲と保護属性のタイ
プに基づいてメモリ構成を制御します。 

10.1.1 メモリ パーティションの概要

本デバイスの 8 個のメモリ パーティション レジスタ
(MPR) を使う事で、EEPROM アレイを最大で 9 個の
パーティションに分割できます。各 MPR は、対応す
るパーティションの保護属性を指定します(4通りある
保護属性タイプの 1 つを選択 )。
各メモリ パーティション レジスタは、各パーティ
ションの終端に位置するメモリアレイ アドレスの上
位 6 ビット (A18-A13) を指定します (A12-A0 は全て
論理「1」)。これにより、パーティションのサイズを
32 ページ (8K バイト ) 刻みで設定でき、設定可能な最
小パーティション サイズは 64Kビット (8Kバイト )で
す。各パーティションは、アプリケーション要件に応
じて異なるサイズに設定できます。図 10-1 に、設定可
能なパーティション位置を示します。 

Note: 書き込み保護モードは、FRZR命令を実行
する事により、永続的にロックできます。
これは、レガシー書き込み保護モードと
拡張書き込み保護モードの両方で可能で
す。詳細は 4.5.4「メモリ保護設定凍結
(FRZR)」を参照してください。 Note: 拡張書き込み保護モードが無効である場

合、MPR の全ての内容は無視されます。
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図 10-1:   25CSM04の メモリ パーティション マップ

10.1.2 メモリ パーティション レジスタの構成

各メモリ パーティション レジスタ (MPR) は 8 ビット
の不揮発性レジスタです。レジスタ 10-1 に、MPR の
構成を示します。各 MPR の bit 7-6 により、4 通りの
保護属性が定義されます (レジスタ 10-1参照 )。各パー
ティションで異なる属性を選択できます。 
bit 5-0 は、パーティション終端アドレスのビット
A18:A13 を格納します ( このアドレスの A12:A0 は全
て論理「1」)。例えば、メモリアレイの最初のパーティ
ションを 128K ビットメモリ領域の後で終了させる場
合、終端アドレスは 03FFFh です。この場合、MPR0
レジスタ内の A18:A13 アドレスビットに 000001bを
書き込みます。

本デバイスは MPR0 から順番に 8 個の MPR をデコー
ドします。各 MPR には、1 つ前の MPR のパーティ
ション終端アドレスよりも大きな終端アドレスを設定
する必要があります。上位の MPR のパーティション
終端アドレスが下位の MPR の終端アドレス以下であ
る場合、上位の MPR は無視されます ( その内容に基
づく保護は設定されません )。 
メモリ パーティションの使用例を表10-1に示します。

00000h 01FFFh

02000h

04000h

06000h

03FFFh

05FFFh

07FFFh

7C000h

7E000h

7DFFFh

7FFFFh

32 Pages

32 Pages

32 Pages

32 Pages

32 Pages

32 Pages

Beginning 
Address

Ending 
Address

64-Kbit

64-Kbit

64-Kbit

64-Kbit

64-Kbit

64-Kbit

Available Partition Point:
A18:A13 [000000b]

Available Partition Point:
A18:A13 [000001b]

Available Partition Point:
A18:A13 [000010b]

Available Partition Point:
A18:A13 [000011b]

Available Partition Point:
A18:A13 [111110b]

Available Partition Point:
A18:A13 [111111b]

4-Mbit (512-Kbyte) EEPROM
(256 bytes per page x 2,048 pages)

Note: パーティション属性ビット (PB[1:0]) に
11bが書き込まれた場合、その MPR は永
続的に読み出し専用 (ROM) となり、その
内容は変更不可能になります ( レジスタ
10-1 参照 )。
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10.1.3 パーティション終端アドレスの保護

25CSM04は、8個のMPR内で指定されたパーティショ
ン終端アドレスを変更から保護する機能を備えていま
す。この保護機能が有効であっても、MPR のパーティ
ション属性ビットは変更可能です。表10-2に示す通り、
FRZR シーケンス (4.5.4「メモリ保護設定凍結 (FRZR)」
参照 ) によってステータス レジスタ ( バイト 1) 内の
FMPC ビット (bit 5) が論理「1」に設定されている場
合、パーティション属性ビットとパーティション終端
アドレスビットが全てロックされるため、この機能
(PABP) を有効にしても意味はありません。

レジスタ 10-1:   メモリ パーティション レジスタ

R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
PB1 PB0 A18 A17 A16 A15 A14 A13

bit 7 bit 0

凡例 :
R =  読み出し可能ビット W = 書き込み可能ビット U = 未実装、「0」として読み出し

-n = POR 時の値 「1」 = ビットはセット 「0」 = ビットはクリア x = ビットは未知

bit 7-6 PB[1:0]: パーティション属性ビット (1)

00 = パーティションは開かれており書き込み可能
01 = パーティションは常に書き込みから保護されるが、後で保護を解除可能 (ソフトウェア書き込み

保護 )
10 = パーティションはWPピンのアサート時にのみ書き込みから保護される(ハードウェア書き込み

保護 )
11 = パーティションはソフトウェア書き込み保護され、メモリ パーティション レジスタは永続的 

 にロックされる

bit 5-0 A[18:13]: パーティション終端アドレスビット (1, 2)

000000 = パーティションの終端アドレスを 01FFFh に設定する
000001 = パーティションの終端アドレスを 03FFFh に設定する
•
•
•
111110 = パーティションの終端アドレスを 7DFFFh に設定する
111111 = パーティションの終端アドレスを 7FFFFh に設定する

Note 1: FMPC ビットがセットされている場合、メモリ パーティション レジスタに書き込む事はできません。

2: PABP ビットがセットされている場合、パーティション終端アドレス レジスタに書き込む事はできませ
ん。

表 10-1:   メモリ パーティション レジスタの用例

レジスタ 内容

パーティション

属性ビット 
(Bit 7-6)

パーティション

の保護

レジスタ

の保護

パーティション

終端アドレスビット 
(Bit 5-0)

パーティション

終端

メモリアドレス

パーティションの

サイズとアドレス範囲

MPR0 43h 01b ソフトウェア

保護
未ロック 000011b 07FFFh 256 Kbit パーティション

000000h-007FFFh

MPR1 C4h 11b ソフトウェア

保護
ロック済み 000100b 09FFFh 64 Kbit パーティション

008000h-009FFFh

MPR2(1) 03h 00b 保護せず 未ロック 000011b 07FFFh このレジスタは無視さ

れる

MPR3 8Fh 10b ハードウェア

保護
未ロック 001111b 01FFFFh 704 Kbit パーティション

00A000h-01FFFFh

Note 1: この例では、MPR2 のパーティション終端アドレスが MPR1 で指定された終端アドレスよりも大きくないため、MPR2
は無視されます。

Note: ステータス レジスタ ( バイト 0) 内の
WPEN ビット (bit 7) が論理「1」かつ WP
ピンがアサート状態である場合、PPAB命
令は無視されます。
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パーティション終端アドレスに必要な値を書き込んだ
後は、意図的ではない変更を防ぐために、それらのア
ドレスを保護する事を推奨します。これを行うには、
パーティション アドレス境界保護 (PPAB) 命令を実行
する事により、ステータス レジスタ ( バイト 1) 内の
PABP ビット (bit 3) を変更します。 

PPAB命令を実行する前に、書き込みシーケンスを有効
にするために WREN 命令を送信してから PRWE 命令を
送信する必要があります (10.2「メモリ パーティショ
ン レジスタへの書き込み」参照 )。これにより、WEL
ビットと PREL ビットが論理「1」に設定されます。

次に、図 10-2 に示す通り、SI ライン上で PPAB 命令
(34h) に続けて 24 ビットアドレス ( 下位 16 ビットは
CC55h である事が必要 ) を送信します。最後に、デー
タバイト (00h または FFh) を送信した後に、CS ピン
を High に駆動すると、内部自己タイマ書き込みサイ
クルが始まります。

データバイトが FFh である場合、ステータス レジス
タ内の PABP ビットが論理「1」にセットされてパー
ティション終端アドレスが変更から保護されます。
データバイトが 00h である場合、ステータス レジスタ
内の PABP ビットが論理「0」にクリアされてパーティ
ション終端アドレスの保護が解除されます。

図 10-2:   パーティション アドレス境界保護 (PPAB)シ ーケンス

Note: 各パーティションの開始アドレスは、1 つ
前のパーティションの終端アドレス境界
によって決まります (MPR0 のパーティ
ション開始アドレスは 00000h です )。
MPR のアドレス境界を変更すると、一部
のメモリアレイ位置に対するパーティ
ションの割り当てが変更され、結果とし
てそれらのメモリ位置に割り当てられて
いる書き込み保護属性に影響が及ぶ可能
性があります。

表 10-2:   メモリ パーティション レジスタの保護条件

FMPC PABP パーティション属性ビット パーティション終端アドレスビット

0 0 書き込み可能 書き込み可能

0 1 書き込み可能 保護

1 x 永続的に保護 永続的に保護

Note: 40 ビットシーケンスの完了前に CS ピン
がディアサートされた場合、シーケンス
は中止されて書き込みサイクルは実行さ
れません。

Note 1: このシーケンスが正常に完了した後の CS の立ち上がりエッジにより、内部の自己タイマ書き込みサイクルが

開始されます。

2: アドレスビット A23-A16 は無視されます。アドレスビット A15-A0 は CC55h に設定する必要があります。

3: データバイトが FFh である場合は PABP ビットがセットされ、データバイトが 00h である場合は PABP ビット

がクリアされます。

CS

SCK
10 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 39383736353432313029

SO
High-Impedance

0 0 1 1 0 1 0 0

PPAB Opcode (34h)

X X X X X XSI D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

MSbMSb MSb
1 0 10

8 33

Address Bits A23-A0(2) Data In (00h or FFh(3))

TWC(1)
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10.1.4 メモリ パーティション レジスタの

アドレス指定

本デバイスの 8 個の MPR のいずれかにアクセスする
場合、各 MPR のアドレスは本デバイスへ送信される
24 ビットアドレス内の A18:A16 ビットにより指定し
ます。

残りのアドレスビット (A23-A19 と A15-A0) は無視さ
れます。表 10-3 に、各 MPR を指定する A18-A16 ビッ
トの値を示します。

10.2 メモリ パーティション レジスタへ
の書き込み

10.2.1 メモリ パーティション レジスタ書き
込みイネーブル (PRWE)

アドレス境界を保護するための全ての書き込みシーケ
ンスまたは FRZR命令の前に、ステータス レジスタ内
の WEL ビットと PREL ビットを「1」にセットする必
要があります。これを行うには、WREN命令 (06h) (6.1.3

「書き込みイネーブルラッチ」参照 ) を送信してから
PRWE命令 (07h)を送信します(図10-3参照)。WELビッ
トと PREL ビットの両方が「1」にセットされた後は、
WMPR命令によるMPRへの書き込み、PPAB命令による
パーティション終端アドレスの保護、FRZR 命令によ
る全MPRの内容の永続的なロックが可能となります。
これらの命令が完了すると、PREL ビットと WEL ビッ
トは自動的に論理「0」へとリセットされます。

図 10-3:   メモリ パーティション レジスタ書き込みイネーブル (PRWE)命 令

表 10-3:   メモリ パーティション レジスタの
アドレス指定

メモリ パーティション
レジスタ番号

A18 A17 A16

MPR0 0 0 0
MPR1 0 0 1
MPR2 0 1 0
MPR3 0 1 1
MPR4 1 0 0
MPR5 1 0 1
MPR6 1 1 0
MPR7 1 1 1

SCK

0 2 3 4 5 6 71

High-Impedance
SO

CS

SI

PRWE Opcode (07h)

0 0 0 0 0 1 1 1
MSb
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10.2.2 メモリ パーティション レジスタ書き

込みディセーブル (PRWE) 
メモリ パーティション レジスタ書き込みディセーブ
ル (PRWD) 命令により、ステータス レジスタ内の PREL
ビットを論理「0」へとリセットできます。

図 10-4:   メモリ パーティション レジスタ書き込みディセーブル (PRWD)命 令

10.2.3 メモリ パーティション レジスタへの
書き込み

FRZRシーケンス (4.5.4「メモリ保護設定凍結 (FRZR)」
参照 )によってステータス レジスタ内のFMPCビット
が論理「1」にセットされていなければ、ステータス
レジスタ内の WEL ビットと PREL ビットを「1」に設
定する事によりメモリ パーティション レジスタへの
書き込みが可能になります。 
MPR への書き込みには WMPR 命令を使います。WMPR
命令を発行するには、最初に CS ピンをアサートし、
次に SI ライン上でオペコード 32h、3 バイトアドレス
(A18-A16 ビットで書き込み先メモリ パーティション
レジスタ番号を指定、表 10-3 参照 )、 1 バイトのデー
タ ( 内容はレジスタ 10-1 に従う ) を続けて本デバイス
へ送信した後に、CS ラインをディアサートします。本

デバイスは内部書き込みサイクルを開始し、これが完
了するステータス レジスタ内のと WEL ビットと REL
ビットは自動的に論理「0」へとリセットされます。

最初のデータバイトの後に追加のデータが本デバイス
へ送信された場合、命令は無視されます ( 一度に 1 つ
の MPR に書き込む事しかできないため )。8 ビット境
界以外の位置でシーケンスが終了された場合、命令は
無視されます。メモリ パーティション レジスタへの
書き込みシーケンスを図 10-5 に示します。

本デバイスは 8 個の MPR を MPR0 から順番にデコー
ドするため、各 MPR 内のパーティション終端アドレ
ス値は MPR0 から上位の MPR へ向かって順番に増加
する必要があります。上位の MPR のパーティション
終端アドレスが下位の MPR の終端アドレス以下であ
る場合、上位の MPR は無視されます ( その内容に基
づく保護は設定されません )。

図 10-5:   メモリ パーティション レジスタ書き込み (WMPR)シ ーケンス

SCK

0 2 3 4 5 6 71

High-Impedance
SO

CS

SI

PRWD Opcode (0Ah)

0 0 0 0 1 0 1 0
MSb

Note 1: このシーケンスが正常に完了した後の CS の立ち上がりエッジにより、内部の自己タイマ書き込みサイク

ルが開始されます。

2: アドレスビット A23-A19 と A15-A0 は無視されます。

CS

SO
High-Impedance

0 0 1 1 0 0 1 0

WMPR Opcode (32h) Address Bits A23-A0
(MPR in A18-A16)(2)

X X X X A18SI D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

Data In

MSbMSb MSb
X X XXX

SCK
10 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 393837363534323130298 33

TWC(1)
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10.3 メモリ パーティション レジスタか

らの読み出し

メモリ パーティション レジスタの内容は、メモリ
パーティション レジスタ読み出し (RMPR) 命令を使っ
て読み出せます。ステータス レジスタ内の FMPC ビッ
トとは無関係に読み出し可能です。 
MPR の内容を確認するには、最初に CS ラインで本デ
バイスを選択してから、SI ライン上でオペコード 31h
と 24 ビットのメモリ パーティション レジスタアドレ
スを続けて本デバイスへ送信します。  
各メモリ パーティション レジスタのアドレスは、本
デバイスへ送信される最初のアドレスバイト内の
A18-A16 ビットで指定されます ( 表 10-3 参照 )。その
後に本デバイスは SO ライン上でデータの出力を開始
します。一度に 1 つの MPR を読み出す事しかできま
せん。メモリ パーティション レジスタからの読み出
しシーケンスを図 10-6 に示します。

図 10-6:   メモリ パーティション レジスタ読み出し (RMPR)シ ーケンス

Note 1: アドレスビット A23-A19 と A15-A0 は無視されます。

CS

SCK

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3938373635343332313029

0 0 1 1 0 0 0 1 X X X

RMPR Opcode (31h) Address Bits A23-A0(1)

X X X X X A18SI

SO

MSb

High-Impedance

MSb

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
MPR Value
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11.0 IDレ ジスタ

ID レジスタは本デバイスの ID 情報を格納します。デ
バイスからこの情報を読み出す事により、システム内
に実装された 25CSM04 を識別する事ができます。 
デバイスの識別方法と命令オペコードは、「SPI 互換シ
リアル インターフェイス メモリデバイス向けの製造
者 ID およびデバイス ID 読み出し方法」に関する
JEDEC® 規格に準拠しています。本デバイスから読み
出し可能な情報のタイプには、JEDEC® の定義に従う

「製造者 ID」、「ベンダー固有デバイス ID」、「ベンダー
固有拡張デバイス情報 (EDI)」が含まれます。

11.1 ID レジスタからの読み出し

ID 情報を読み出すには、最初に CS ピンをアサートし
てから、オペコード 9Fh (SPID) を本デバイスへ入力す
る必要があります。オペコードが入力されると、本デ
バイスは後続のクロックサイクル中に SO ピンで ID
データを出力します。出力される最初のバイトは製造
者 ID を格納し、続く 2 バイトはデバイス ID 情報を格
納します。

第 4 バイトは、拡張デバイス情報 (EDI) 文字列の長さ
を格納します。25CSM04 では、この値は 01h です
( この後に 1 バイトの EDI データが続く事を示す )。
1 バイトの EDI データが出力された後に、SO ピンは
ハイ インピーダンス状態へと遷移します。従って、後
続のクロックサイクルは SO ピンに対して効果を持た
ず、データは何も出力されません。JEDEC® 規格によ
ると、EDI 文字列長と後続の EDI データの読み出しは
必須ではありません。

CSピンをディアサートすると製造者 IDとデバイス ID
の読み出しシーケンスは終了し、SO ピンはハイ イン
ピーダンス状態になります。CS ピンはいつでもディ
アサート可能です ( データの完全な 1 バイトを読み出
す必要はありません )。メモリ パーティション レジス
タからの読み出しシーケンスを図 11-1 に示します。

図 11-1:   IDレ ジスタ読み出し (SPID)シ ーケンス

製造者 IDと デバイス IDの 詳細

データのタイプ
バイト
番号

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 HEX
値

詳細

製造者 ID 1 JEDEC® 割り当てコード 29h JEDEC® コード : 0010 1001 
(Microchip 社 : 29h)0 0 1 0 1 0 0 1

デバイス ID
 ( パート 1)

2 ファミリコード 記憶容量コード

1 1 0 0 1 1 0 0 CCh 記憶容量コード : 4 Mbit

デバイス ID 
( パート 2)

3 サブコード 製品バリアント

0 0 0 0 0 0 0 0 00h 将来用に予約済み

EDI 文字列長 4 0 0 0 0 0 0 0 1 01h EDI は 1 バイト

EDI バイト 1
デバイス リビ
ジョン

5 0 0 0 0 0 0 0 0 00h 第 1 世代、
SPI 4 Mbit デバイス

CS

SCK

0 47876 161514 242322 323130 403938

SPID Opcode

9Fh

High-Impedance
29h CCh 00h 01h 00h

Manufacturer
ID

Device ID 
Byte 1

Device ID 
Byte 2

EDI String 
Length

EDI Data 
Byte 1

Note: SI および SO ライン上の各データ                     は 1 バイト (8 ビット ) です。

SI

SO
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12.0 パッケージ情報

12.1 パッケージのマーキング情報

製品番号
1 行目のマーキングコード

SOIC TDFN-S CSP
25CSM04 25CSM04 25CSM04 25CSM04

凡例 : XX...X お客様固有情報
Y 年コード ( 西暦の下 1 桁 )
YY 年コード ( 西暦の下 2 桁 )
WW 週コード (1 月 1 日の週を「01」とする )
NNN 英数字のトレーサビリティ コード
* このパッケージは RoHs に準拠しています。JEDEC® マーク

は外箱に表記しています。

Note: Microchip 社の製品番号が 1 行に収まりきらない場合は複数行を使います。
その場合、お客様固有情報に使える文字数が制限されます。

8 パッド 5x6 例

8 ピン SOIC 例

25CSM04
SN2211

13F

25CSM04
XXXXXXX

25CSM04
MF 

221113F

XXYYWW

YYWWNNN

8 ボール CSP 例

25CSM04
XXXXXXX

25CSM04
CS0668MY 

221113FYYWWNNN
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0.25 C A–B D

C
SEATING

PLANE

TOP VIEW

SIDE VIEW

VIEW A–A

0.10 C

0.10 C

Microchip Technology Drawing No. C04-057-SN Rev K Sheet 1 of 2

8X

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

8-Lead Plastic Small Outline (SN) - Narrow, 3.90 mm (.150 In.) Body [SOIC]

1 2

N

h

h

A1

A2A

A

B

e

D

E

E
2

E1
2

E1

NOTE 5

NOTE 5

NX b

0.10 C A–B
2X

H

 

c

 2

4X 1

4X 1
(L1)

L

R1

R

VIEW C

SEE VIEW C
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D

0.10 C A–B
2X

0.10 C A–B
2X
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Microchip Technology Drawing No. C04-057-SN Rev K Sheet 2 of 2

8-Lead Plastic Small Outline (SN) - Narrow, 3.90 mm (.150 In.) Body [SOIC]

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

protrusions shall not exceed 0.15mm per side.
3. Dimensions D and E1 do not include mold flash or protrusions.  Mold flash or

REF: Reference Dimension, usually without tolerance, for information purposes only.
BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

1. Pin 1 visual index feature may vary, but must be located within the hatched area.
2. § Significant Characteristic

4. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M

Notes:

5. Datums A & B to be determined at Datum H.

Foot Angle 0° – 8°

––0°Lead Angle

0.51–0.31bLead Width
0.25–0.17cLead Thickness

1.27–0.40LFoot Length
0.50–0.25hChamfer (Optional)

4.90 BSCDOverall Length
3.90 BSCE1Molded Package Width
6.00 BSCEOverall Width

0.25–0.10A1Standoff
-–1.25A2Molded Package Thickness

1.75––AOverall Height
1.27 BSCePitch

8NNumber of Pins
MAXNOMMINDimension Limits

MILLIMETERSUnits

§

Footprint L1 1.04 REF

Mold Draft Angle 5° – 15°1
2

––0.07R1Lead Bend Radius
––0.07RLead Bend Radius
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RECOMMENDED LAND PATTERN

Microchip Technology Drawing C04-2057-SN Rev K

BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

Notes:
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M1.

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

Dimension Limits
Units

CContact Pad Spacing
Contact Pitch

MILLIMETERS

1.27 BSC
MIN

E
MAX

5.40

Contact Pad Length (X8)
Contact Pad Width (X8)

Y1
X1

1.55
0.60

NOM

E

X1

C

Y1

SILK SCREEN

8-Lead Plastic Small Outline (SN) - Narrow, 3.90 mm (.150 In.) Body [SOIC]
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BA

0.15 C

0.15 C

D2

E2

8 X b
0.10 C A B
0.05 C

(DATUM B)

(DATUM A)

C
SEATING

PLANE

NOTE 1

2X

BOTTOM VIEW

Microchip Technology Drawing  C04-210B Sheet 1 of 2

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

N

0.10 C A B

0.10 C A B

A3

0.10 C

0.08 C

A1

D

E

NOTE 1

2X

A

1 2

1 2

e

SEE DETAIL A

SIDE VIEW

TOP VIEW

N

K

8-Lead Plastic Very, Very Thin Small Outline No-Lead (MF) - 5x6 mm Body [TDFN-S]
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Microchip Technology Drawing  C04-210B Sheet 2 of 2

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

e/2

e

L

(DATUM A)

DETAIL A

8-Lead Plastic Very, Very Thin Small Outline No-Lead (MF) - 5x6 mm Body [TDFN-S]

Number of Terminals

Overall Height

Terminal Width

Overall Width

Overall Length

Terminal Length

Exposed Pad Width

Exposed Pad Length

Terminal Thickness

Pitch

Standoff

Units
Dimension Limits

A1
A

b

E
D2

E2

A3

e

L

D

N
1.27 BSC

0.20 REF

0.50
0.35

0.70
0.00

0.42

6.00 BSC

0.60

3.40 BSC

4.00 BSC

0.75
0.02

5.00 BSC

MILLIMETERS
MIN NOM

8

0.70
0.48

0.80
0.05

MAX

K -0.20 -

REF: Reference Dimension, usually without tolerance, for information purposes only.
BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

1.
2.
3.

Notes:

Pin 1 visual index feature may vary, but must be located within the hatched area.
Package is saw singulated
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M

Terminal-to-Exposed-Pad
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RECOMMENDED LAND PATTERN

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

Y2

SILK SCREEN

Y1

C

X2

X1

Dimension Limits
Units

C

Optional Center Pad Width

Contact Pad Spacing
Optional Center Pad Length

Contact Pitch

Y2
X2

4.10
3.50

MILLIMETERS

1.27 BSC
MIN

E
MAX

5.70

Contact Pad Length (X8)
Contact Pad Width (X8)

Y1
X1

1.10
0.45

BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

Notes:
1. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M

Microchip Technology Drawing C04-2210A

NOM

8-Lead Plastic Very, Very Thin Small Outline No-Lead (MF) - 5x6 mm Body [TDFN-S]

E
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BA

TOP VIEW

SIDE VIEW

BOTTOM VIEW

Sheet 1 of 2

Note: For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

8-Ball Wafer Level Chip Scale Package (CS) - [WLCSP]

Microchip Technology Drawing  C04-21241 Rev B

NOTE1

(DATUM B)

(DATUM A)

NOTE 1

0.015 C

C

0.010 C

0.010 C

0.05 C A B
0.015 C

A1 CORNER

1
2

3
4

A B C D

1
2

3
4

A B C D

e1

e

e

d2d1

D

E

8X Øb

SEATING
PLANE

A

A2A4

A1

A1 CORNER
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For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

REF: Reference Dimension, usually without tolerance, for information purposes only.
BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

Notes:

1.
2.

Pin 1 visual index feature may vary, but must be located within the hatched area.
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M

Sheet 2 of 2

Overall Height

Bump Diameter

Bump Pitch

Width
Length

Bump Pitch

0.315A

b 0.185

MINDimension Limits

D
E

d2

Units

d1

MILLIMETERS

See Note 3

1.40 BSC

See Note 3

NOM

1.00 BSC

MAX
0.275 0.355

0.175 0.200

Bump Height 0.100A1 0.085 0.115
Body Height 0.190A2 0.175 0.205
Backside Laminate Thickness 0.025A4 0.015 0.035

Bump Pitch
Bump Pitch

e1
e

2.10 BSC
0.50 BSC

8-Ball Wafer Level Chip Scale Package (CS) - [WLCSP]

Microchip Technology Drawing  C04-21241 Rev B

3. Please contact your local Microchip representative for details.
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RECOMMENDED LAND PATTERN

Dimension Limits
Units

C2

Contact Pitch

Contact Pad Spacing

Contact Pitch

Contact Pitch

E3
E2

MILLIMETERS

0.50 BSC
MIN

E1
MAX

Contact Pad Diameter (X8) X1 0.17

NOM

E4Contact Pitch

BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

Notes:
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M1.

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

Microchip Technology Drawing C04-23241 Rev B

C1

C2

E1

E1

E2
E3

E2

E4

ØXSILK SCREEN

C1Contact Pad Spacing

0.20 BSC
1.00 BSC
1.10 BSC
2.10 BSC
1.40 BSC

8-Ball Wafer Level Chip Scale Package (CS) - [WLCSP]
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補遺 A: 改訂履歴

リビジョン D (2022 年 05 月 )
TR、TF、THV、THZ 時間を Max. 値に訂正しました ( こ
れらは以前に Min. 値として示されていました )。
複数のハイパーリンクを修正し、PRWE の項目を追加
しました。
既存の一部の表に Note を追加しました。

「マスタ」を「ホスト」に変更し、「スレーブ」を「ク
ライアント」に変更しました。
SOIC のパッケージ図面を更新しました。

リビジョン C (2020 年 04 月 )

「Preliminary」ステータスを削除しました。
不必要な「工場既定値」の注釈を削除しました。
SOIC のパッケージ図面を最新版に更新しました。

リビジョン B (2020 年 01 月 )
WLSCP (Wafer Level Chip Scale Package) のパッケー
ジ図面を追加しました。

リビジョン A (2019 年 10 月 )
本書の初版です。
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MICROCHIP社 のウェブサイト

Microchip 社はウェブサイト (www.microchip.com) を
通してオンライン サポートを提供しています。当ウェ
ブサイトでは、お客様に役立つ情報やファイルを簡単
に見つけ出せます。インターネット ブラウザから以下
の内容がご覧になれます。

• 製品サポート - データシートとエラッタ、アプリ
ケーション ノートとサンプル プログラム、設計
リソース、ユーザガイドとハードウェア サポー
ト文書、最新のソフトウェアと過去のソフトウェ
ア

• 技術サポート – よく寄せられる質問 (FAQ)、技術
サポートのご依頼、オンライン ディスカッショ
ン グループ、Microchip 社のコンサルタント プ
ログラムおよびメンバーリスト

• ご注文とお問い合わせ - 製品セレクタと注文ガイ
ド、最新プレスリリース、セミナー / イベントの
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スです。ご興味のある製品ファミリまたは開発ツール
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ち早くメールにてお知らせします。

Microchip社のウェブサイト (www.microchip.com)に
アクセスし、[Customer Change Notification] からご
登録ください。

カスタマサポート

Microchip 社製品をお使いのお客様は、以下のチャン
ネルからサポートをご利用になれます。

• 正規代理店

• 技術サポート

サポートは正規代理店にお問い合わせください。各地
の営業所もご利用になれます。本書の最後のページに
各国の営業所の一覧を記載しています。

技術サポートは以下のウェブページからもご利用にな
れます。
  http://microchip.com/support

http://www.microchip.com
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25CSM04

製品識別システム

ご注文や製品の価格、納期につきましては弊社または正規代理店にお問い合わせください。

製品番号 X /XX

パッケージ温度
レンジ

デバイス

   

デバイス : 25CSM04 = 4 Mbit SPI シリアル EEPROM ( セキュリティ レジ
スタ付き )

テープ&リール 
オプション(1):

空欄 =  標準パッケージ  ( チューブまたはトレイ )
T = テープ & リール (1)

温度レンジ : I  =   -40 ～ +85 ℃ ( 産業用温度レンジ )

パッケージ : SN  = 8ピン Plastic Small Outline – Narrow (3.90 mm)
MF  = 8パッド Ultra Thin Dual Flat リードなし

(5.0 mm x 6.0 mm x 0.6 mm)
CS0668 = 8ボール  Extremely Thin Fine Pitch Wafer Level 

Chip Scale Package (テープ&リールのみ)

例 :
a) 25CSM04T-I/SN:  

4 Mbit、2.5～5.5 V SPI  シリアルEEPROM、
テープ&リール、産業用温度レンジ、
SOICパッケージ

b) 25CSM04-I/SN:  
4 Mbit、2.5～5.5 V SPI シリアルEEPROM、
産業用温度レンジ、SOICパッケージ

c) 25CSM04T-I/MF:  
4 Mbit、2.5～5.5 V SPIシリアルEEPROM、
テープ&リール、産業用温度レンジ、
TDFN-Sパッケージ

d) 25CSM04-I/MF:  
4 Mbit、2.5～5.5 V SPI シリアルEEPROM、
産業用温度レンジ、TDFN-Sパッケージ

e) 25CSM04T-I/CS0668:  
4 Mbit、2.5～5.5 V SPIシリアルEEPROM、
テープ&リール、産業用温度レンジ、
CSPパッケージ 

Note 1: テープ＆リールの識別情報はカタログの
製品番号説明にのみ記載しています。こ
れは製品の注文時に使う識別情報であ
り、デバイスのパッケージには印刷して
いません。テープ & リールが選択できる
パッケージの在庫 / 供給状況は正規代理
店にお問い合わせください。

[X]

テープ＆リール
オプション

(1)
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Microchip 社製品のコード保護機能について以下の点にご注意ください。

• Microchip 社製品は、該当する Microchip 社データシートに記載の仕様を満たしています。

• Microchip 社では、通常の条件ならびに仕様に従って使った場合、Microchip 社製品のセキュリティ レベルは、現在市場に流

通している同種製品の中でも最も高度であると考えています。

• Microchip 社はその知的財産権を重視し、積極的に保護しています。Microchip 社製品のコード保護機能の侵害は固く禁じられ

ており、デジタル ミレニアム著作権法に違反します。

• Microchip 社を含む全ての半導体メーカーで、自社のコードのセキュリティを完全に保証できる企業はありません。コード保

護機能とは、Microchip 社が製品を「解読不能」として保証するものではありません。コード保護機能は常に進歩しています。

Microchip 社では、常に製品のコード保護機能の改善に取り組んでいます。
本書および本書に記載されている情報は、Microchip 社製品を

設計、テスト、お客様のアプリケーションと統合する目的を

含め、Microchip 社製品に対してのみ使用する事ができます。

それ以外の方法でこの情報を使用する事はこれらの条項に違

反します。デバイス アプリケーションの情報は、ユーザの便

宜のためにのみ提供されるものであり、更新によって変更と

なる事があります。お客様のアプリケーションが仕様を満た

す事を保証する責任は、お客様にあります。その他のサポー

トについては、弊社または代理店にお問い合わせになるか、
https://www.microchip.com/en-us/support/design-help/client-s
upport-services をご覧ください。

Microchip 社は本書の情報を「現状のまま」で提供しています。

Microchip 社は明示的、暗黙的、書面、口頭、法定のいずれで

あるかを問わず、本書に記載されている情報に関して、非侵

害性、商品性、特定目的への適合性の暗黙的保証、または状

態、品質、性能に関する保証をはじめとするいかなる類の表

明も保証も行いません。

いかなる場合も Microchip 社は、本情報またはその使用に関連

する間接的、特殊的、懲罰的、偶発的または必然的損失、損

害、費用、経費のいかんにかかわらず、また Microchip 社がそ

のような損害が生じる可能性について報告を受けていた場合

あるいは損害が予測可能であった場合でも、一切の責任を負

いません。法律で認められる最大限の範囲を適用しようとも、

本情報またはその使用に関連する一切の申し立てに対する

Microchip 社の責任限度額は、使用者が当該情報に関連して

Microchip 社に直接支払った額を超えません。 

Microchip 社の明示的な書面による承認なしに、生命維持装置

あるいは生命安全用途にMicrochip社の製品を使用する事は全

て購入者のリスクとし、また購入者はこれによって発生した

あらゆる損害、クレーム、訴訟、費用に関して、Microchip 社

は擁護され、免責され、損害をうけない事に同意するものと

します。特に明記しない場合、暗黙的あるいは明示的を問わ

ず、Microchip 社が知的財産権を保有しているライセンスは一

切譲渡されません。
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